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Ночная зрительная трубка 
с лазерной подсветкой 

Портативный прибор для де-
тального изучения удален-
ных статических и движущих-
ся объектов в темноте, при 
лунном свете и днем. 

Успешная очная кино- и 
фотоохота гарантирована даже 
в жестких условиях: на рас-
стоянии до 400 метрсв и 
при температуре от минус 
20° до плюс Ш°С, 

Наличие специальных переходных 
колец позволяет унифицировать труб-
ку и широко использовать ее в сос-
таве кино- и фотоаппаратуры для 
съемки самых разнообразных сю-
жетов. 
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Ночная зрительная трубка 
с лазерной подсветкой 
А.В.Гринкевич, Б.С.Касауров, С.Н.Князева, 
• .В.Медведев 

Особенностью новой зрительной т р у б к и является на- К штативному гнезду объектива крепится блок лазер-
личие усилителя яркости изображения и блока лазерной ной подсветки , выполненный в виде р у к о я т к и , в к о т о р о й 
подсветки [1] . р а з м е щ е н ы три элемента питания «316», комбинированный 

Ф о р м и р о в а н и е лазерного излучения осуществляется блок для питания излучателя, кнопка включения , подвиж-
двухлинзовым о б ъ е к т и в о м с ф о к у с н ы м р а с с т о я н и е м ный блок объектива с излучателем и винт р е г у л и р о в к и пуч-
18,4 м м и относительным отверстием 1:0,9. ка излучения по вертикали. 

Крепление объектива зрительной трубки позволяет ис- Усилитель яркости и з о б р а ж е н и я ЭВП имеет сурьмяно-
пользовать ее совместно с аппаратурой «Зенит» с л ю б ы м и щелочной фотокатод , д в у х э л е к т р о д н у ю электростатичес-
фотооб^ективами. к у ю ф о к у с и р у ю щ у ю систему и экран желто - зелено го све-

Блок лазерной подсветки полностью автономен, узел чения. Его техническая характеристика : 
крепления унифицирован со стандартными штативными Интегральная чувствительность 200 м к А / л м 
креплениями фотоаппаратуры. Спектральный диапазон 350—9S0 н м 

Основной качественной характеристикой зрительной Предел р а з р е ш е н и я 30 м м " 1 

трубки является предел разрешения . Увеличение 0,5 крат 
Без использования блока лазерной подсветки ве- Напряжение питания 18 кВ 

личина разрешения зависит от освещенности объекта [2 ] . Масса 0,04 к г 
При уровне освещенности о к о л о 0,01 лк р а з р е ш а ю щ а я 

способность трубки о к о л о 5 угл. мин. , что соответствует 
опознаванию человека на расстоянии 100 м. . 

При включении блока лазерной подсветки на расстоя-
нии 100 м создается освещенность четырехметрово го 
участка равная 0,4 лк (выше, ч е м при полнолунии) . При этом 
разрешающая способность т р у б к и не хуже 100 угл. сек. 

При использовании трубки в дневное время объектив 
закрывается к р ы ш к о й с отверстием малого диаметра для 
ограничения больших световых потоков . 

I / 

Электронно-оптический блок заключен в корпус и со-
держит усилитель яркости и з о б р а ж е н и я ЭВП, блок пита-
ния, элемент питания «Крона», к н о п к у включения , присое-
динительные узлы объектива и окуляра . 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Н О Ч Н О Й 
ЗРИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ 

Увеличение 2,4 крат 
Угол зрения 15 град 
Разрешающая способность 100 угл. сек . 
Питание 9 В {элемент «Крона») 
Питание блока подсветки (три элемента 316) 4,5 В 
Угол расхождения пучка излучения от 0,3 до 15 град 
Масса (без элементов питания) 1,9 к г 

Электрическая схема питания излучателя 

На элементах VT1, R2, С2, о б м о т к а х I и I I трансформа-
тора Т собран б л о к и н г — г е н е р а т о р , ф о р м и р у ю щ и й импуль-
сы высоко го напряжения на п о в ы ш а ю щ е й о б м о т к е I I I тран-
с ф о р м а т о р а Т. У м н о ж е н и е и выпрямление напряжения про-
исходит на элементах С З — С Ю , V D 1 — V D 8 . Питание бло-
к и н г — г е н е р а т о р а осуществляется от конденсатора С1, ко -
торый периодически подзаряжается от первичного источ-
ника питания через резистор R1. В источнике питания реа-
лизована электрическая защита усилителя яркости изоб-
р а ж е н и я (при воздействии я р к о г о света) за счет падения 
напряжения на в ы с о к о м резисторе R3 в высоковольтной 
цепи. 

В б л о к е лазерной подсветки за о б ъ е к т и в о м установлен 
излучатель ИЛПН-108, выполненный на основе полупровод -
никового д в о й н о г о г е т е р о с т р у к т у р н о г о лазерного диода 
с п о л о с к о в ы м р е з о н а т о р о м . 

Техническая характеристика излучателя 

Длина волны в д и с к р е т н о й точке 820—860 м к м 
Средняя мощность лазерно го излучения 40 мВт 
Расходимость лазерно го излучения по у р о в н ю 0,5 60 град 
Размер и з л у ч а ю щ е й области 1 0 X 1 0 0 м к м 
Ток накачки 100 м А 

Кбыб 14 
т 

К бы6.7 

КЗ 

±Катод ЭВП ЭВП 
Электрическая схема питания усилителя яркости 



ряжения, равные по величине напряжению стабилизации 
стабилизатора VD2. При открывании транзистора VT2 про-
исходит излучение лазерного диода VD3. Резистор R7 слу-
жит для ограничения тока накачки диода. Питание схемы 
осуществляется от конденсатора С4, который является ак-
кумулятором энергии. Периодический заряд конденсатора 
до напряжения питания происходит через резистор R9 в 
период отсутствия излучения лазерного диода. 

На элементах DD1.1, DD1.2, R1, R2, С1, С2 выполнен ге-
нератор по схеме симметричного мультивибратора, наг-
рузкой которого является инвертор DD1.3, а на элементах 
DD1.4, DD1.5, СЗ, R3, VD1 — формирователь импульсов, 
длительность которых определяется элементами R3, СЗ. 
Импульсы с выхода инвертора DD1.5 поступают на базу 
транзистора VT1, который формирует на резисторе R6, а 
следовательно и на базе транзистора VT2, импульсы нап-

Уменьшенным пучком лазерного излучения освещена 
правая сторона лица и груди человека (фотосъемка про-
изводилась фотоаппаратом «Зенит» при использовании спе-
циальных переходных колец со стандартными присоеди-
нительными размерами, которые входят в комплект ноч-
ной зрительной трубки). 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Ночная зрительная трубка НЗТ-1.— 

промышленность, 1989, вып. 9, с. 61. 
Электронная 

Изображение при внешней освещенности 0,1 лк (что 
эквивалентно освещенности на местности от 0,5 полной 
Луны). 

2. Медведев А.В., Касауров Б.С., Гринкевич А.В., Кня-
зева С.Н. Малогабаритная зрительная трубка для низких 
уровней освещенности.— Оптико-механическая промыш-
ленность 1989, вып. 9, с. 28—29. 

К н о п о ч н ы й 
номеронабиратель 
« Э Л Е К Т Р О Н И К А Н К - 0 1 » 

Т О В А Р Ы И У С Л У Г И Н А С Е Л Е Н И Ю 

К н о п о ч н ы й номеронабиратель «Электрони-
ка Н К - 0 1 » м о ж е т быть вмонтирован в теле-
ф о н н ы й аппарат общего применения вместо 
дискового номеронабирателя. П р и этом он 
будет в ы п о л н я т ь следующие ф у н к ц и и : 

Длительность размыкания импульсной цепи 60 мс 
Длительность замыкания импульсной цепи 40 мс 
Длительность паузы между сериями импульсов набираемого номера 740 мс 
Длительность увеличенной паузы 2,68 с 
Сопротивление, вносимое в шлейф номеронабирателем в разговорном режиме, 100 Ом 
Ток, потребляемый от линии АТС 0,2 мА 
Цена 35 руб. 

— набор номера с числом знаков до 22; 
— повтор последнего набранного номера; 
— прерывание набора номера в любой 

его фазе и последующий повтор всего номера 
с первой цифры; 

— прослушивание сигналов А Т С в паузах 
между цифрами набираемого номера; 

— программирование увеличенной паузы 
между любыми двумя цифрами номера; 

— отбой А Т С при н а ж а т и и на соответст-
вующую кнопку. 
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У Д К 621.3.049.77 

Б Ы С Т Р О Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е М А Л О М О Щ Н Ы Е ЦИФРОВЫЕ 
М И К Р О С Х Е М Ы ТРАНЗИСТОРНО-ТРАНЗИСТОРНОЙ Л О Г И К И 
С Д И О Д А М И Ш О Т К И С Е Р И И КР1533 

А.В.Прибыльский, А.И.Сухопаров, 
С.В.Якубовский, С.А.Ельцова 

И Н Т Е Г Р А Л Ь Н Ы Е М И К Р О С Х Е М Ы КР1533КП11А, КР1533КП14А 

М и к р о с х е м а К Р 1 5 3 3 К П 1 1 А — 
ч е т ы р е х р а з р я д н ы й селектор 2 — 1 с 
тремя у с т о й ч и в ы м и с о с т о я н и я м и ; 
К . Р 1 5 3 3 К П 1 4 А — ч е т ы р е х р а з -
рядный с е л е к т о р - м у л ь т и п л е к с о р 2 — 1 
с тремя у с т о й ч и в ы м и с о с т о я н и я м и 
с инверсными выходами . 

И С К Р 1 5 3 3 К . П 11 А , К П 1 4 А 
в к л ю ч а ю т по четыре м у л ь т и п л е к -
сора, о р г а н и з о в а н н ы х д л я м у л ь т и -
п л е к с и р о в а н и я двух каналов в 
один, с о б щ и м и д е ш и ф р а т о р о м 
адреса и входом выбора для всех 
м у л ь т и п л е к с о р о в . И С 
К Р 1 5 3 3 К П 1 1 А обеспечивают п р я -
м у ю п е р е д а ч у и н ф о р м а ц и и , 
К Р 1 5 3 3 К П 1 4 А — инверсную . 

KP1533KI111A К П э З З К П Н Д 
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Таблица назначения выводов К Р 1 5 3 3 К П П А 

Таблица истинности КР1533КП11А 

Входы Выход 

EZ SE DO D1 Q 

Н X X X z 

L L L X L 

L L Н X Н 

L Н X L L 

L Н X Н Н 

Номер вывода Обозначение Назначение 

1 SE Вход выбора данных 

2, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 14 D1.0, D1.1, 
D2.0, D2.1, 
D3.1, D3.0, 
D4.1, D4.0 

Информационные входы 

15 EZ Вход разрешения со-
стояния высокого им-
педанса («выключено») 

4, 7, 9, 12 Q l , Q2, Q3, Q4 Выход 

8 OV Общий вывод 

16 Ucc Вывод питания 
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Таблица истинности К Р 1 5 3 3 К П 1 4 А 

Входы Выход 

EZ SE D0 D1 Q 

Н X X X z 

L L L X н 

L L Н X L 

L Н X L Н 

L Н X Н L 

Табдеца назначения выводов К Р 1 5 3 3 К П 1 4 А 

Номер вывода Обозначение Назначение 

1 SE Вход выбора данных 

2, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 14 D1.0, D l . l , D2.0, D2.1, 
D3.1, D3.0, D4.1, D4.0 

Информационные входы 

4, 7, 9, 12 Q l , Q2, Q3, Q4 Выход 

8 0 1 Общий вывод 

15 E Z Вход разрешения 
состояния высокого им-
педанса («выключено») 

16 Ucc Вывод питания 

Н — в ы с о к и й л о г и ч е с к и й уровень ; L — 
н и з к и й л о г и ч е с к и й у р о в е н ь ; X — безраз -
личное с о с т о я н и е ( Н и л и L ) ; Z — сос-
т о я н и е в ы с о к о г о импеданса . 

Основные электрические параметры 
К Р 1 5 3 3 К П 1 1 А 

Выходное напряжение 
низкого уровня, В, 
не более 

при выходном 
токе 12 мА 0,4 
при выходном 
токе 24 м А 0,5 

Выходное напряжение 
высокого уровня, В, не 
менее, при выходном 
токе 2,6 мА 2,4 
Входной ток, мкА , не 
более 

низкого уровня . . . 100 
высокого уровня 20 

Выходной ток высоко-
го (низкого) уровня в 
состоянии «Выключено», 
мкА , не более 20(1 —20 I) 
Т о к потребления, мА, 
не более 

при низком уровне 
выходного напряжения 12 
при высоком уровне 
выходного напряжения 6 
в состоянии «Выключено» 14 

Время задержки распро-
странения при включе-
нии (выключении) , не, 
не более 

по информационным 
входам 12(10) 

по входу выбора 
данных 

Время задержки распро-
странения при перехо-
де из состояния «Вык-
лючено» в состояние вы-
сокого (низко го ) уров-
ня, не, не более 
Время задержки распро-
странения при перехо-
де из состояния высоко-
го (низкого ) уровня в 
состояние «Выключено», 
не, не более 

22(18) 

16(18) 

40(25) 

Основные электрические параметры 
К Р 1 3 3 3 К П 1 4 А 

Выходное напряжение 
низкого уровня. В, 
не более 

при выходном токе 
12 м А 0,4 
при выходном токе 
24 м А 0,5 

Выходное напряжение 
высокого уровня. В, не 
менее, при выходном 
токе 2,6 мА 2,4 
Входной ток, м к А , не 
более 

низкого уровня 100 
высокого уровня 20 
Выходной ток высокого 
(низкого ) уровня в 
состоянии «Выключе-
но», м к А , не более 20(1 —20 I) 
Т о к потребления, мА, 
не более 

при низком уровне вы-
ходного напряжения 11 
при высоком уровне вы-
ходного напряжения 4 
в состоянии «Выклю-
чено» 13 

Время задержки распро-
странения при включе-
нии (выключении) , не, 
не более 

по информационным 
входам 7(8) 
по входу выбора данных 25(20) 

Время задержки распро-
странения при перехо-
де из состояния «Вык-
лючено» в состояние вы-
сокого (низкого) уров-
ня, не, не более 18(18) 
Время задержки распро-
странения при перехо-
де из состояния высоко-
го (низкого) уровня в 
состояние «Выключе-
но», не, не более 40(25) 
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И Н Т Е Г Р А Л Ь Н А Я М И К Р О С Х Е М А 

КР1533ЛА4 

М и к р о с х е м а К Р 1 5 3 3 Л А 4 — т р и л о г и ч е с к и х эле-
мента « З И — Н Е » . К о н с т р у к т и в н о в ы п о л н е н а в 14-вывод-
ном пластмассовом к о р п у с е 201.14-1 . 

Оснопые электрические параметры КР1333ЛА4 

Выходное напряжение "низкого уровня, В, 
не более 

при выходном токе 4 мА 0,4 
при выходном токе 8 мА 0,5 

Выходное напряжение высокого уровня. В, 
не менее, при выходном токе 0,4 мА 2,5 
Входной ток высокого (низкого) уровня, мкА , 
не более 20( | —200 |) 
Ток потребления при высоком (низком) уровне 
выходного напряжения, мА, не более 0,6(2,2) 
Время задержки распространения при вклю-
чении (выключении), не, не более 10(11) 

Номер вывода Обозначение Назначение 

1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 1D1, 1D2, 2D1, 2D2, 
2D3, 3D1, 3D2, 3D3, 
1D3 

Входы информационные 

6, 8, 12 2Q, 3Q, I Q Выходы 

7 О Г Общий вывод 

14 1/сс Вывод питания 

1 
1D1 

1D2 

1D3 

& 

1Q < 
12 2 

1D1 

1D2 

1D3 

& 

1Q < 
12 

13 

1D1 

1D2 

1D3 

& 

1Q < 

, 6 

3 

1D1 

1D2 

1D3 

& 

1Q < 

, 6 

3 
2D1 

2D2 

2D3 

& 

2Q < , 6 
4 

2D1 

2D2 

2D3 

& 

2Q < , 6 
5 

2D1 

2D2 

2D3 

& 

2Q < 

, 8 

а 

2D1 

2D2 

2D3 

& 

2Q < 

, 8 

а 
3D] St 

3Q , 8 
10 

3D] St 
3Q , 8 

п 

St 
3Q 

St 
3Q 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ М И К Р О С Х Е М А КР1533КП19 

М и к р о с х е м а К Р 1 5 3 3 К П 1 9 — К о н с т р у к т и в н о в ы п о л н е н а в 
сдвоенный селектор -мультиплексор 16 -выводном пластмассовом к о р -
4 — 1 . пусе 238.16-1 . 

Номер вывода Обозначение Назначение 

1, 15 ЁТ, Ё2 Вход разрешения 

2, 14 SE1, SE0 Вход выбора данных 

3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 D1.3, D1.2, D l . l , D1.0, 
D2.0, D2.1, D2.2, D2.3 

Вход информационный 

7, 9 <51, Q2 Выход 

8 О К Общий вывод 

16 Ucc Вывод питания 
» 

Основные параметры 

Выходное напряжение 
низкого уровня, В, 
не более 

при выходном токе 
12 мА 0,4 
при выходном токе 
24 мА 0,5 

Выходное напряжение 
высокого уровня. В, не 
менее, при выходном 
токе 2,6 мА 2,4 
Входной ток, мкА, 
не более 

низкого уровня / —100 / 
высокого уровня . . 20 

Ток потребления, мА, 
не более Ю 
Время задержки распро-
странения при включе-
нии (выключении), не, 
не более 

по информационным 
•ходам 13(18) 
по входам выбора 
данных 21 (24) 
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Таблица истинности 

Вход Выход 

SE1 SE0 D0 D1 D2 D3 ~Е Q 

X X X X X X Н н 

L L L X X X L н 

L L Н X X X L L 

L Н X L X X L Н 

L Н X Н X X L L 

Н L X X L X L Н 

Н L X X Н X L L 

н Н X X X L L Н 

н Н X X X Н L L 

Н — в ы с о к и й уровень н а п р я ж е н и я ; L — н и з к и й уровень напря -
ж е н и я ; X — б е з р а з л и ч н о е с о с т о я н и е ( Н или L ) 

И Н Т Е Г Р А Л Ь Н А Я М И К Р О С Х Е М А КР1533ЛИ1 

М и к р о с х е м а К Р 1 5 3 3 Л И 1 — че-
тыре л о г и ч е с к и х элемента «2И» — 
к о н с т р у к т и в н о выполнена в 14-вы-
водном п л а с т м а с с о в о м к о р п у с е 
201.14-1. 

Основные параметры 

Выходное напряжение 
высокого уровня. В, не 
менее при выходном токе 
высокого уровня /—0 ,4 / мА 2,5 
Выходное напряжение 
низкого уровня, В, не 
более 

при выходном токе 
низкого уровня 4 мА 0,4 
при выходном токе 
низкого уровня 8 мА (Ъ5 

Входной ток высокого 
(низкого) уровня, мкА, 
не более 20С I —200 I) 
Ток потребления при вы-
соком (низком) уровне 
выходного напряжения, 
мА, не более 2,4(4) 
Время задержки распро-
странения при включе-
нии (выключении), не, 
не более 10(14) 

& 
A l , В1. А2, В2 У1, У2, УЗ, У4 
A3, ВЗ, А4, В4 

У = А - В 

Номер вывода Обозначение Назначение 

1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13 A l , B l , А2, В2, A3, ВЗ, 
А4, В4 

Вход информационный 

3, 6, 8, 11 У1, У2, УЗ, У4 Выход 

7 OI/ Общий 

14 Ucc Вывод питания 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ М И К Р О С Х Е М А КР1533КП17 

М и к р о с х е м а К Р 1 5 3 3 К П 1 7 — 
сдвоенный и н в е р с н ы й селектор -
м у л ь т и п л е к с о р 4 — 1 с т р е м я у с -
т о й ч и в ы м и с о с т о я н и я м и на вы-
ходе. 

К о н с т р у к т и в н о м и к р о с х е м ы 
выполнены в 16-выводном пласт -
массовом к о р п у с е 238.16-1. 

Основные параметры 

Выходное напряжение 
низкого уровня, В, не 
более 

при выходном токе 
1? мА 0,4 
при.выходном токе 
24 мА 0,5 

Выходное напряжение 
высокого уровня, В, не 
менее при выходном то-
ке 2,6 мА 2,4 
Входной ток, мкА, не 
более 

низкого уровня / — 1 0 0 / 
высокого уровня . 20 

Выходной ток в состоя-
нии выключено, мкА, 
не более 

низкого уровня / —20 / 
высокого уровня 20 

Ток потребления, мА, 
не более 12 
Время задержки распро-
странения при включе-
нии (выключении), не, 
не более 

по информационным 
входам 13(18) 
по входам выбора 
данных 21(24) 

Номер вывода Обозначение Назначение 

1, 15 EZT, EZ2 Вход разрешения снятия 
состояния высокого 
импеданс; («выключено») 

2, 14 SE1, SE0 Вход выбора данных 

3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 D1.3, D1.2, D l . l , D1.0, 
D2.0, D2.1, D2.2; D2.3 

Вход информационный 

7, 9 Q ] , Q2 Выход 

8 OV Общий вывод 

16 Ucc Вывод питания 

Таблица истинности 

Вход Выход 

SE1 SE0 D0 D1 D2 D3 EZ ~Q 

X X X X- X X Н z 

L L L X X X L н 

L L Н X X X L L 

L Н X L X X L н 

L Н X Н X X L L 

Н L X X L X L Н 

Н L X X Н X L L 

Н Н X X X L L Н 

Н Н X X X Н L L 

Н — в ы с о к и й у р о в е н ь н а п р я ж е н и я , L — н и з к и й у р о в е н ь н а п р я -
ж е н н а , X — б е з р а з л и ч н о е с о с т о я н и е ( Н и л и L ) , Z — с о с т о я н и е 
в ы с о к о г о и м п е д а н с а 
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УДК 621.049.77 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ М И К Р О С Х Е М А 
КН1414УЛ1 

Разработанная ИС представляет собой четырехка-
нальный формирователь тока записи и усилитель счи-
тывания с устройством защиты записи. 

Предназначена для использования в составе нако-
пителя цифровой информации на магнитных дисках 
с магнитными головками, имеющими отвод от середины. 

В состав ИС входят четыре дифференциальных фор-
мирователя тока записи, четыре входных усилителя 
считывания, переключатель каналов, переключатель 
режимов, узел защиты записи, выходной дифферен-
циальный усилитель считывания. 

ИС изготовлена по планарно-эпитаксиальной плен-
ке толщиной 5 мкм. Выполнена в металлокерамичес-
ком корпусе типа Н06 24—2В с пленарным расположе-
нием выводов. 

Типовая схема включения представлена на рисунке. 

Таблица выводов 

Номер вывода Назначение 

1,12 Напряжение питания —4 В 

2,11 Выбор канала 

4 Напряжение питания -|-6 В 

5 Контроль ИС 

6 Ток записи 

8,9 Вход/выход информации 

13,24 Корпус 

15,16 МГ канал 1 

17,18 МГ канал 3 

19,20 МГ канал 0 

21,22 МГ канал 2 

23 Режим ИС 

3,7,10 Свободные 

тока записи 

Схема включения КН1414УЛ1 

Входная информация записи подается на контак-
ты 8,9 в виде дифференциальных импульсов: высокий 
уровень — минус 0,4 В, низкий уровень — минус 
0,85 В. 

В режиме считывания с выводов 8,9 снимается уси-
ленное напряжение с одного из 4-х каналов. Выбор 
каналов осуществляется подачей кода с уровнями 
ЭСЛ на контакты 2,11 не в соответствии с таблицей. 

Включение ИС из ждущего состояния в рабочее 
осуществляется замыканием вывода 14 на корпус. Пе-
реключение режимов осуществляется коммутацией вы-
вода 23: 

«считывание» — вывод 23 замкнут на корпус, 
«запись» — вывод 23 подключен к источнику 3,5 В. 
Средние отводы магнитных головок подключены к 

23 выводу. ИС работает в температурном режиме 
от —10 до 85° С. 

Код на выводе 
Номер 
канала 

11 2 

0 0 0 
1 0 1 
2 1 0 

3 1 1 

Основные параметры 

Ток потоебления от источника 4 В, мА 
в режиме записи не более 65 
в режиме ожидания не более 40 

Ток потребления от источника 6 В, мА 
в режиме считывания не более 20 
в режиме ожидания не более 5 

Ток записи, мА 
высокого уровня от 38 до 42 
низкого уровня не более 2 

Ток по выводу 5, мА не более 30 
Длительность фронта тока записи при 
/з = 4 0 мА, не : не более 15 
Верхняя граничная частота, МГц не менее 35 
Дифференциальный коэффициент усиления 
напряжения от 32 до 50 
Коэффициент ослабления синфазного 
напряжения, дБ не менее 60 
Спектральная плотность шума, приведенного 
ко входу, нВ/ \ /Гц не более 2 
Входное сопротивление дифференциаль-
ное, Ом от 700 до 1000 

Ю.М.Г ригорьев 

81 



01dPC.su 

У Д К 621.049.77 музеи Компьютерра 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ 
КА1414УЛ2 

М И К Р О С Х Е М А 

Р а з р а б о т а н а и н т е г р а л ь н а я м и к р о с х е м а 
К А 1 4 1 4 Л У 2 — н о в а я ш е с т и к а н а л ь н а я И С д л я п р и м е -
н е н и я в н а к о п и т е л я х ц и ф р о в о й и н ф о р м а ц и и на м а г н и т -
н ы х д и с к а х . И н т е г р а л ь н а я м и к р о с х е м а ( с м . р и с у н о к ) 
обеспечивает у с и л е н и е с и г н а л а о т л ю б о й и з ш е с т и м а г -
н и т н ы х г о л о в о к со с р е д н и м о т в о д о м ; ф о р м и р о в а н и е т о -
ка з а п и с и с к о р о т к и м и ф р о н т а м и ; п е р е к л ю ч е н и е в ре-
ж и м ы : « о ж и д а н и е » , «запись» , « с ч и т ы в а н и е » , « ф о р м и р о -
вание с и г н а л а о ш и б к и д л я з а щ и т ы и н ф о р м а ц и и п р и 
записи» . 

У п р а в л е н и е И С о б е с п е ч и в а е т с я и м п у л ь с а м и с у р о в -
н я м и Т Т Л . Н а п р я ж е н и е п и т а н и я 5 В, 12 В ± 1 0 % . Т е м -
п е р а т у р н ы й д и а п а з о н о т — 1 0 до 7 0 ° С. 

С р е д н и й о т в о д м а г н и т н ы х г о л о в о к с о е д и н е н с в ы -
водом 23. 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ 

> b : 8 9 10 17 18 1Я _»0 21 

Пг-|)ГК.1 
|)ГЖИМ0И 

Гоиг 'ратор 

V 

М У Л Ь Т Ш П Ш Ч Н » 

Генератор 
тока 

м п и г и 

- ItNXD.lHOI 
>СИ.1ИТ('.1|> 

И к о.1 ной 
т р и г г е р 

(Чрма 
контроля 

Блок-схема К А 1 4 1 4 У Л 2 

Таблица выводов 

Номер вывода Назначение 

1 Выбор канала 0 

2 Выбор ИС 

3 Корпус 

4 Свободный 

5—6 Вход/выход М Г канал 0 

7—8 Вход/выход М Г канал 1 

9—10 Вход/выход М Г канал 2 

11 Выбор режима 

12 Управление током записи 

13—14 Выход усилителя считывания 

15 Напряжение питания + 5 В 

16 Выход схемы контроля 

17 — 18 Вход/выход М Г канал 3 

19—20 Вход/выход М Г канал 4 

21—22 Вход/выход М Г канал 5 

23 Напряжение средней точки 

24 Управление средней точки 

25 Напряжение питания 4-12 В 

26 Вход усилителя записи 

27 Выбор канала 2 

28 Выбор канала 1 

Основные параметры 

Входное сопротивление, кОм более 2 
Спектральная плотность шума, приве-
денная ко входу, н В / \1 Гц' менее 2,1 
Коэффициент усиления дифференциальный 
при / | = 1 М Г ц , Rn = 1 кОм 80—120 
Полоса пропускания по уровню 0,7 М Г ц 30 
Коэффициент ослабления синфазного сиг-
нала при /1 = 0 , 1 М Г ц , дБ 60 
Максимальное выходное напряжение при 
K h 5 % , мВ более 500 
Т о к потребления при выходном токе 50 мА, мА 

в режиме считывания 
от источника 5 В 20 

12 В 40 
в режиме записи 
от источника 5 В 20 

12 R 80 
Диапазон регулировки тока записи, мА 60 
Выходной ток высокого уровня, мА не менее 50 
Выходной ток низкого уровня, мА не более 2 
Т о к в невыбранном канале не более 2 
Разность тока между каналами не более 2 
Время нарастания (спада) выходного тока 
записи, не 15 
Размах дифференциального напряжения на индук-
тивной нагрузке, В 5,7 
Асимметрия выходных токов по времени, не 10 
Напряжение на выходе 16 при срабатывании 
схемы защиты, В более 3.5 

М и к р о с х е м а г е р м е т и з и р о в а н а в п л а с т м а с с о в о м к о р -
п у с е т и п а 4 1 1 9 . 2 8 — 7 , д о п у с к а ю щ е м п о в е р х н о с т н ы й 
м о н т а ж . Г а б а р и т н ы е р а з м е р ы 1 8 , 2 Х 1 2 , 7 X 3 м м . М а к с и -
м а л ь н а я м о щ н о с т ь р а с с е и в а н и я к о р п у с а 1,3 Вт , т е п л о -
вое с о п р о т и в л е н и е к р и с т а л л — с р е д а 6 5 ° С / В т . М а с с а 2 г . 

Ю.М.Г ригорьев 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ 

Д В Е Н А Д Ц А Т И Р А З Р Я Д Н Ы Й П Р О Г Р А М М И Р У Е М Ы Й 
С Ч Е Т Ч И К - Д Е Л И Т Е Л Ь К503ИЕЭ 

ДВОИЧНЫЙ 

Микросхема К503ИЕЭ представляет собой 12-раз-
рядный программируемый двоичный счетчик-делитель и 
предназначена для формирования временных последо-
вательностей импульсов, управляемых внешним кодом. 

Микросхема реализована по КМОП-технологии и 
конструктивно выполнена в 24-выводном металлоке-
рамическом корпусе 4118.24-2 

Основные электрические параметры 

Напряжение питания, В 5±10% 
Ток потребления в состоянии покоя, мкА . . . . не более 20 
Тактовая частота, МГц не более 10 
Ток потребления на частоте 10 МГц, мА не более 10 
Ток утечки, мкА 

по входам не более 1 
по выходам не более 3 

Программируемый коэффициент деления 2-4095 

мируется выходной сигнал на выводах 8 и 9, а сам счет-
чик устанавливается в начальное состояние, опреде-
ляемой кодом N, содержащимся в регистре хранения 
коэффициента деления. Коэффициент деления пред-
варительно заносится в регистр с выводов 11...22 по 
сигналу «Запись». 

Микросхема дополнительно содержит 12-разряд-
ный синхронный счетчик, отсчитывающий входные 
импульсы от 0 до N-1 и выдающий текущее состояние 
счетчика на выводы 11—22. Циклическое обнуление 
синхронного счетчика происходит также по внутрен-
нему командному импульсу. Наличие выхода мощного 
инвертора входных импульсов позволяет реализовать 
автогенератор при помощи пассивных элементов. Оба 
счетчика переключаются по спаду входного сигнала. 

Применение микросхемы К503ИЕЗ позволит соз-
дать быстродействующие формирователи импульсов 
произвольной последовательности и упростить построе-
ние устройств цифровой автоматики, повысить их на-
дежность, уменьшить габаритные размеры аппаратуры. 

Микросхема стыкуется по выходам с Т Т Л и К М О П -
схемам, а по входу — с КМОП-схемами. 

Основой микросхемы является 12-разрядный асин-
хронный двоичный счетчик, который отсчитывает N 
входных импульсов от своего начального состояния 
до заполнения (состояние — все «1»), При этом он 
вырабатывает командный импульс, по которому фор-

ах 

oCLK 

211 

NS1 

NS2 

NS3 

U 
сс 

GND 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 

D8 

D9 

D10 

D11 

D12 

F1 

F 2 / E C 

22 

2 1 

20 

18 

16 

Рис. 1. Графическое обоз-
начение микросхемы 

а) команда с колом 11 ] 

б) команда с кодом 110 

Т .N TT.N 

в) команда с кодом 101 

Тт N Тт.N 

г ) команда с кодом 100 

Т . N 

Рис. 2. Форма выходных сигналов по выводам F1 и 
F2/ED, Тт — период следования тактовых импульсов, 
/V — коэффициент деления 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ 

М и к р о с х е м а имеет б е с к о р п у с н о й вариант к о н с т р у к -
тивного оформления , в ы п о л н е н н ы й на г и б к о м поли-
имидном носителе. 

Режимы работы микросхемы 

Код команды Назначение команды 

NS3 NS2 NS1 

I 1 1 Режим программируемого делителя час-
тоты тактовых импульсов. Коэффициент 
деления соответствует числу N, подан-
ному на выводы D1...D12 в двоичном коде. 
Выходные сигналы выдаются по выводам 
F1 и F2 /ED (рис. 2р) 

1 1 0 Режим работы отличается от предыдуще-
го только формой выдачи выходных сиг-
налов (рис. 2,6) 

1 0 1 Режим работы отличается от предыдуще-
го только формой выдачи выходных сиг-
налов (рис. 2,в) 

1 0 0 Режим программируемого двоичного 
счетчика с выдачей выходного импульса 
по выводу F1 (рис. 2,г) 
Выдача состояний счетчика на выводы 
D1...DI2 происходит при подаче на вывод 
F 2 / E D низкого уровня входного сигнала 

0 1 0 Режим непрограммируемого 12-разряд-
ного двоичного счетчика. Выдача состоя-
ний счетчика на выводы D1...D12 проис-
ходит при подаче на вход F 2 / E D низкого 
уровня входного сигнала. Выходной им-
пульс по выводу F1 не выдается 

Таблица выводов 

Номер 
вывода 

Обозна-
чение 

Назначение 

2 Е Разрешает поступление тактовых им-
пульсов по высокому уровню сигнала 

24 W Записывает данные с выводов D1...D12 
в регистр хранения коэффициента де-
ления по низкому уровню сигнала 

1 CLR По низкому уровню сигнала микро-
схема устанавливается в исходное 
состояние: синхронный счетчик обну-
ляется, в асинхронный счетчик загру-
жается код регистра хранения коэф-
фициента деления, а выходы F1 и 
F 2 / E D устанавливаются в состояние 
низкого и высокого уровня соответ-
ственно 

Номер 
вывода 

Обозна-
чение 

Назначение 

8 F 2 / E D При выполнении команд с кодом 111, 
110, 101 по этому выводу производит-
ся выдача выходного сигнала. При вы-
полнении команд с кодом 100 и 010 ис-
пользуется в качестве управляющего 
входа. По низкому уровню происходит 
выдача состояния синхронного счетчи-
ка по выводам D1...D12, а по высокому 
уровню выводы D1...D12 переводятся 
в состояние с высоким сопротивлением 
и по ним в регистр хранения записы-
ваются внешние данные 

9 F1 Выдача выходного сигнала 

5 
6 
7 

NS1 
NS2 
NS3 

Трехразрядный код определяет выпол-
няемую команду 

11...22 D12...D1 Прием и выдача данных 

3 C L C Прием тактовых импульсов 

4 Q Служит для реализации генератора 
тактовых импульсов 

10 (Усс Служат для подачи напряжения 

23 G N D Напряжение питания 

В.Я.Гурии, Г.ВЗебо.юа, Г.С.Колчин, О.В.Сопоа, А.К.Трубецков 

ЛАЗЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ ТРУБКИ. 
(Труды Фиэ. ин-та П. Н. Лебедева) 

М : Наука, 1990. - 20 л. 
В сборнике рассмотрены основные достижения и пер-
спективы развития полупроводниковых лазеров с на-
качкой электронным пучком. Приведены новые ре-
зультаты исследований по созданию активных эле-
ментов (A3) лазерных ЭЛТ, работающих в диапазоне 
от 330 нм до 5 мкм. Разработан A3 с волоконно-опти-
ческой шайбой, отличающийся улучшенной диаграм-
мой направленности излучения. Установлены основ-
ные признаки деградации полупроводникового мата-
риала A3. Исследованы возможности оптимизации 
структуры A 3 с использованием полупроводтковых 
гетеро структур. 

R4 



V M f 

ЛАЗЕРНЫЙ 

ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ 

И ДАЛЬНОСТИ — 
НОВОЕ 
СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ 
Д О Р О Ж Н О - Т Р А Н С П О Р Т Н О Й 
ОБСТАНОВКИ 
Предназначен для д и с т а н ц и о н н о г о измерения 
с к о р о с т и движения транспортных средств в плотном 
потоке и дальности до различных о б ъ е к т о в . 

Характеризуется пространственной селекцией транспорт-
ных средств, высокой точностью измерения, малым временем 
измерения, большим ресурсом работы. 

Прибор состоит из приемопередающего блока и 
блока управления, соединенных кабелем. 

Приемопередающий блок представляет собой оп-
тико-механическое устройство, которое осуще-
ствляет: 

— генерацию лазерного излучения полупровод-
никовым лазером на длине волны 0,9 мкм, 

— прием и фильтрацию отраженного сигнала, 
— первичную обработку принимаемого сигнала. 
Блок управления осуществляет: 
— синхронизацию и управление работой прибора, 
— арифметико-логическое преобразование по-

ступающей информации в соответствии е принятым 
алгоритмом, 

— выдачу сигнала превышения скорости, 
— индикацию дальности или скорости. 
Измеритель скорости и дальности 
— может работать автономно при питании от 

батареи 10Д-055С или от бортовой сети автомобиля, 

— не создает радиопомех, 
— устойчив к воздействию электромагнитного 

излучения радио- и оптического диапазона. 

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Диапазон измеряемых скоростей 0—200 к м / ч 
Максимальная дальность действия 250 м 
Погрешность измерения скорости в диапазоне дальности 

5—150 м ± 2 км /ч 
150—250 м ± 4 км /ч 

Погрешность измерения дальности ± (2-)-0,005Д) 
( Д — дальность) 

Время готовности 10 с 
Ресурс 1- Ю6 циклов 
Питание прибора постоянное, 1 2 ± 2 В 
Габариты 

приемопередающего блока 220X 187X85 мм 
блока управления 2 1 0 X 2 0 5 X 5 6 мм 

Масса 
приемопередающего блока 2,0 кг 
блока управления (без батареи) 1,2 кг 
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УДК 621.383.5 

ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ М И К Р О С Х Е М Ы С ПЕРЕНОСОМ 
ЗАРЯДА С Е Р И И К1200 

Предназначены для использования в качестне фор-
мирователей видеосигнала в телевизионных системах. 

Линейные микросхемы (типа ЦЛ) применяются в 
сканирующих устройствах или для считывания инфор-
мации с движущихся объектов (например, для считы-
вания текстов или контроля размеров и отклонений от 
заданных параметров движущихся предметов). 

Отличительной чертой микросхемы К1200ЦЛ1 яв-
ляется наличие антиблуминга, что позволяет исполь-
зовать его в случаях, когда имеют место локальные 
пересветки. 

Микросхемы К1200ЦЛ2 и К1200ЦЛ4 имеют улуч-
шенную по сравнению с ЦЛ I характеристику спектраль 
ной чувствительности в коротковолновой области спект-
ра. Это дает возможность применять их для считывания 
информации в синем и зеленом цветах. 

Микросхема К1200ЦЛ4 имеет на одном кристалле 
4 фоточувствительные структуры, расположенные па-
раллельно друг другу с шагом 0,57 мм. Конструкция 
прибора позволяет выполнять его в спектрозональ-
ном варианте, размещая полосковые оптические 
фильтры внутри корпуса на отдельной стеклянной 

Основные типовые характеристики фоточувствительных микросхем с переносом заряда серии К1200 

ЦЛ 1 LU12 ЦЛ4 ЦМ 1 ЦМ7 ЦМ15 ФППЗ 14М 

Число фоточувствительных эле-
ментов 

1000Х 1 2000X 1 2048 X 41з) 230Х 288 360X580 442Х 580 800X 800 

Число регистров переноса заряда 1 2 2—4 — 1 — 2 

Число фаз управления 3 3 3 3 3 3 3 

Размер фоточувствительного эле-
мента, мкм2 

15Х 15 12Х Ю I5X 15 21 X 27 19Х 18 19Х 22 15Х 15 

Шаг фоточувствительных элемен-
тов по горизонтали, мкм 

15 12 15 - 79 — 15 

Коэффициент передачи модуляции 
на половине предельной простран-
ственной частоты, % 

50 55 50 55 55 60 40 

Сигнал насыщения, В 2 1 2 0,2 0,1 0,2 0,1 

Интегральная чувствительность, 
В/лк 

2- 10"2 1- 10"2 1,5- 10~2 2,5- Ю - 2 ю - 2 5- 10"2 0,4 

Неравномерность темнового сиг-
нала, % (мВ) 

2 2 2 1 7 7 12 

Относительная неравномерность 
выходного сигнала, % 

8 7 10 — 10 10 — 

Рабочая частота регистра, МГц 0,25 0,25 0,25 4,5 7 8,5 0,64 

Диапазон спектральной чувстви-
тельности (по уровню 0,1), мкм 

0,5—1,1 0,36—1,1 0,5—1,1 0,5—1,1 0,5—1,1 0,4—1,1 0,5—1,1 

подложке или на внутренней поверхности прозрачной 
крышки. В таком варианте прибор позволяет получать 
информацию одновременно в четырех спектральных 
диапазонах. 

Матричные микросхемы с кадровым переносом 
(типа Ц М ) предназначены для преобразования двумер-
ных изображений в электрический сигнал. Возможные 
области применения микросхемы К1200ЦМ1 — систе-
мы технического зрения, робототехника. 

Микросхемы К1200ЦМ7 и К1200ЦМ15 предназна-
чены для применения в телевизионных системах ве-
щательного стандарта. Микросхема К1200ЦМ15 с 
объемным каналом переноса обеспечивает улучшенные 
параметры при низком уровне освещенности по срав-
нению с микросхемой К1200ЦМ7. Прибор имеет по-
вышенную чувствительность в синей области спектра, 
обусловленную незакрытыми поликремнием участками 
в фоточувствительной ячейке. 

Фоточувствительная микросхема 14М с кадровым 
переносом предназначена для специальной телевизион-
ной аппаратуры с повышенной разрешающей способ-
ностью, например, для решения навигационных и фо-
тометрических задач. Прибор выпускается в охлажда-
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емом металло-стеклянном корпусе типа КВТО-2 с двух-
каскадной термобатареей типа «Пленка-3» на основе 
эффекта Пельтье. 

В таблице приведены основные характеристики ли-
нейных и матричных микросхем. Коэффициент пере-
дачи модуляции линейных микросхем и интегральная 
чувствительность линейных и матричных микросхем 
ЦМ1, ЦМ7 и ЦМ15 приводятся для источника типа А, 
время накопления в линейных микросхемах — 4 мс. 

В матричных микросхемах ЦМ1, ЦМ7 и ЦМ15 ко-
эффициент передачи модуляции измерен с И К фильт-
ром. 

УДК 621.383.5 

Л И Н Е Й Н А Я 
ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ 
М И К Р О С Х Е М А С ЗАРЯДОВОЙ 
СВЯЗЬЮ Т И П А К1200ЦЛ7 

Предназначена для прецизионной контрольно-из-
мерительной аппаратуры при определении геометри-
ческих размеров и анализе спектра. 

Микросхема типа К1200ЦЛ7 является представи-
телем линейных фоточувствительных микросхем с за-
рядовой связью второго поколения со скрытым кана-
лом и обладает всеми достоинствами, присущими 
этому виду микросхем: малой неэффективностью пе-
реноса заряда порядка 10 "5, высокой чувствительно-
стью, быстродействием. Отличительной особенностью 
микросхемы является сильновытянутая прямоуголь-
ная форма фотоячейки, площадь которой в 40 раз пре-
вышает площадь ячейки конструктивно-технологичес-
кого аналога К1200ЦЛ5. 

Изменение размеров фотоячейки упростило конст-
рукцию фоточувствительного накопителя. Вместо трех-
затворной системы — барьерный, накопительный и раз-
решающий затворы,— использованной в конструкции 
К1200ЦЛ5, применена однозатворная система с раз-
решающим затвором, так как в микросхеме К1200ЦЛ7 
накопителем является сам фотодиод. 

Основные характеристики 

Число фоточувствительных элементов в строке 1024 
Размер фоточувствительной ячейки, мкм 13X500 
Шаг фоточувствительных элементов, мкм 13 
Длина фоточувствительной области, мм 13,29 
Частота вывода сигнала, МГц 10 
Число фаз управления 2 
Уровни питающих напряжений, (импульсные, 
постоянные), В до + 2 0 
Сигнал насыщения, В 1,4 
Коэффициент передачи модуляции на простран-
ственной частоте 19 парлин./мм, % 45 
Монохроматическая чувствительность, В/Вт- м~2 16 
Относительная неравномерность выходного 
сигнала, % не более 25 
Относительная неравномерность темнового сиг-
нала при времени накопления 20 мс, % не более 5 
Габаритные размеры, мм 32Х 14.7Х 8,6 
Масса, г не более 5,7 

Для фоточувствительной микросхемы 14М исполь-
зовался источник света с длиной волны 670 нм, время 
накопления 1 с. 

Для микросхемы Ц М 1 измерение неравномерности 
темнового сигнала производится при времени накопле-
ния 100 мс. 

Л.М.Василевская, А.Н.Марков, С.Н.Нарышкин, 
З.В.Павлова, Г Я .Пригожий 

УДК 621.383.5 

Л И Н Е Й Н А Я 
Ф О Т О Ч У В С Т В И Т Е Л Ь Н А Я 
М И К Р О С Х Е М А С ЗАРЯДОВОЙ 
СВЯЗЬЮ Т И П А К1200ЦЛ5 

Предназначена для преобразования оптическою 
изображения видимой области спектра в электричес 
кий сигнал и может быть с успехом использована прч 
создании высокочувствительных быстродействующих 
сканирующих систем с аналоговой и цифровой обра-
боткой сигнала. 

Микросхема типа К1200ЦЛ5 является представите-
лем второго поколения линейных фоточувствительных 
микросхем с зарядовой связью со скрытым каналом. 

Основные характеристики 

Число элементов ра>ложеиия 1П24 
Размер фоточувстнительной ячейки, мкм 14- 1 i 
Шаг фоточунс тигельных элементов, мкм . . 1 ' 
Длина фоточувстнительной области, мм I I 11 

Частота нынола сигнала. МГц 
Интегральная чуне i нительность. В лк N 10 
Число фа > управления J 
Уровни питающих напряжений (импульсные, 
постоянные). И до ! ?0 
Сигнал насыщения, В 1.4 
Коэффициент передачи модуляции на простран-
ственной частоте II) нар.лин. мм. " 45 
Габаритные ра (меры, мм (2 * 14,7> Н.6 
Масса, I 5,7 

По сравнению с поверхностным каналом (напри-
мер в микросхеме К I 200ЦЛ 1) использование скрытого 
канала обеспечивает значительное снижение неэффек-
тивности переноса заряда до КГ ', более чем на порядок 
повышение интегральной чувствительности, высокое 
быстродействие (до 20 М Г ц вместо 3 МГц у К I 200ЦЛ 1) 
позволяет реализовать двухфазную вместо традицион-
ной трехфазной систему управления. Технология из-
готовления микросхем со скрытым каналом включает 
ряд новых по сравнению с поверхностным каналом, 
нетрадиционных технологических операций: локальное 
окисление кремния, комбинированную подзатворную 
систему окисел-нитрид, низкотемпературное термичес-
кое окисление, имплантацию высокоэнергетическими 
ионами мышьяка и прецизионными ионами бора для 
формирования ям и барьеров скрытого канала п /(-ти-
па на подложке /i-кремния. Кроме того, использованы 
нетрадиционные методы защиты микросхемы ог пара-
зитной засветки. 

Е.В.Костюков, А.Г.Огородников, Л.С.Турилина Е.В.Костюков, З.В.Павлова, Л.С.Турилина, М.А.Шигова 
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УДК 621.383.5 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ М И К Р О С Х Е М А 
К1124ПУ1 —МНОГОУРОВНЕВЫЙ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Д Л Я ПЗС 

Микросхема содержит три четырехуровневых и 
шесть двухуровневых К М О П преобразователей логи-
ческих сигналов в сигналы фазных электродов прибо-
ров с зарядовой связью (ПЗС) . Может осуществлять 
управление всеми секциями среднеформатных фото-
чувствительных ПЗС (например, типа 1200ЦМ1), сек-
циями накопления и хранения крупноформатных 
ФПЗС (например, К1200ЦМ12) и электродами ряда 
других ПЗС (например, линейных). Предназначена 
для создания простых экономичных миниатюрных те-
лекамер прикладного телевидения и других устройств. 
Рекомендуется к использованию совместно с К М О П 
формирователями импульсов для телекамер типа 
К1124АП1 или К1124АП2. Выпускается в металлоке-
рамичеЕком корпусе 405.24-2 с 24 планарными вы-
водами. 

Рассчитана на эксплуатацию в диапазоне темпера-
тур от —60 до 70°С. Механические воздействия — по 
табл. 1 ГОСТ 1825-83, линейное ускорение — до 500g. 

Электрические параметры 

Напряжение питания, В 
первое, Ucc 9—15,5 
второе, Ucc2 9—Uczi 

третье, (Лез от 0 до —5 
четвертое, Ucc4 4,5—(Усс i 

Напряжение выходное четырехуровневое, В 
низкий уровень, нижнее значение, UoLL 0—1 
низкий уровень, верхнее значение, UoLH . . . . от UссЗ 1 

^ д о Ucci + 1 

высокий уровень, нижнее значение, (Join. . . . . от Uсс2 1 
ДО Ucc3 + 1 

высокий уровень, верхнее значение, Uollh . . . . от Ucci 1 
ДО Uccl 

Напряжение входное, В 
низкий уровень, UlH . . от —0,2 до +0,4 
высокий уровень, UlH от 4,5 до Uсс4 —1 

Частота входного напряжения, / , МГц: 
при Сг. = 2 0 пФ не более 7 
при CL = 100 пФ не более 5 
при CL = 2000 пФ не более 0,5 

Время задержки включения (выключения), 
tDLH (tDHL), НС 

при CL = 100 пФ не более 100 
Время нарастания (спада) выходного импуль-
са, U Of), не 

при CL = 100 пФ не более 50 
при CL =2000 пФ не более 400 

Ток потребления, мА 
статический, /сс не более 0,1 
динамический, /ccAV не более 33 

Потребляемая мощность, Р, Вт не более 0,5 

И.Н.Волков, В.А.Володин, И.В.Горелов, Н.К.Настюкова 

УДК 621.383.5 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ М И К Р О С Х Е М А 
К1124АП1 — ФОРМИРОВАТЕЛЬ 
ИМПУЛЬСОВ ДЛЯ Т Е Л Е К А М Е Р 
НА ОСНОВЕ ФПЗС 

Микросхема содержит К М О П многофункциональ-
ный перестраиваемый формирователь импульсов управ-
ления матричными фоточувствительными приборами с 
зарядовой связью (ФПЗС) и служебных импульсов 
для телевизионных систем. Предназначена для созда-
ния простых экономичных миниатюрных телекамер 
прикладного телевидения для работы в различных ре-
жимах (вещательный, малокадровый, ждущий и др.). 
Непосредственно совместима с отечественными трех-
фазными ФПЗС с кадровым переносом, имеющими 
580 или 576 строк и 360 элементов в строке. Может 
использоваться с ФПЗС с другим числом элементов 
в строке. Формирует синхрогасящие и уравнивающие 
импульсы строк и полей приемника с временными соот-
ношениями по ГОСТ 7845-79 системы вещательного 
телевидения и другие служебные сигналы. Запускается 

парафазными тактовыми импульсами частотой до 
21 МГц, а также в автоколебательном режиме. Выпус-
кается в металлокерамическом корпусе 4134.48-2 с 48 
планарными выводами. Рассчитана на эксплуатацию в 
диапазоне температур от —60 до 70°С. Механические 
воздействия — по табл. 1 ГОСТ 18725-83, линейное 
ускорение — до 500 g. 

Электрические параметры 

Напряжение питания, В 12±10% 
Выходное напряжение, В 

высокого уровня, Uoii не менее Ucc —1 
низкого уровня, UoL не более 1 

Входное напряжение, В 
высокого уровня Uill от Ucc —I 

до Ucc +0,2 
низкого уровня, UiL от —0,2 до +и,Э 

Частота, МГц 
входного сигнала, f до 21 
сигналов управления регистром ФПЗС, /о до 7 

Ток потребления, мА 
статический, /сс не более 0,5 
динамический, /ccAV не более 50 

Емкость нагрузки, CL, ПФ не более 20 

И.Н.Волков, В.Л.Володин, Е.В.Становска* 
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Л И Н Е Й Н А Я 
ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ 
М И К Р О С Х Е М А С ЗАРЯДОВОЙ 
СВЯЗЬЮ Т И П А К1200ЦЛ6 

Предназначена для преобразования оптического 
изображения видимой области спектра в электричес-
кий сигнал и может быть использована при создании 
высокочувствительных быстродействующих сканирую-
щих систем с аналоговой и цифровой обработкой 
сигнала. 

Микросхема типа К1200ЦЛ6 является представи-
телем второго поколения линейных фоточувствитель-
ных микросхем с зарядовой связью со скрытым кана-
лом. 

Число элементов разложения 2048 
Размер фоточувствительной ячейки, мкм 13Х 13 
Шаг фоточувствительных элементов, мкм 13 
Длина фоточувствительной области, мм 26,62 
Частота вывода сигнала, МГц 10 
Интегральная чувствительность, В / лк 8- 10~3 

Число фаз управления 2 
Уровни питающих напряжений (импульсные, 
постоянные), В до + 2 0 
Сигнал насыщения, В 1,4 
Коэффициент передачи модуляции на простран-
ственной частоте 19 парлин./мм, % 45 
Габаритные размеры, мм 41.5Х 14.7Х 8,6 
Масса, г 13 

По сравнению с поверхностным каналом (напри-
мер, в микросхеме К1200ЦЛ2) использование скрыто-
го канала обеспечивает значительное снижение неэф-
фективности переноса заряда до 10 "5, повышение в 
4 раза интегральной чувствительности, значительно 
более высокое быстродействие (10 М Г ц вместо 3 МГц ) 
позволяет реализовать двухфазную вместо традицион-
ной трехфазной систему управления. 

Е.В.Костюков. А.Г.Огородников, З.В.Павлова, 
Л.С.Турилина, М.А.Шитова 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ 

Ф О Т О Ч У В С Т В И Т Е Л Ь Н А Я 
М И К Р О С Х Е М А Т И П А 
1200ЦМ8 

Предназначена для преобразования оптического 
изображения в электрический видеосигнал и применя-
ется в ТВ-аппаратуре. 

Микросхема представляет собой матрицу с кадро-
вым накоплением с числом элементов разложения 
288Х 256 и размером элемента разложения 2 4 Х 18 мкм. 

Оригинальная конструкция матрицы расширяет 
функциональные возможности микросхемы, позволяя 
проводить обработку изображений непосредственно 
на кристалле в аналоговой форме. В зависимости от 
тактовых диаграмм микросхема функционирует как в 
стандартном телевизионном режиме, так и в режиме 
межкадрового вычитания изображений. 

Межкадровая обработка изображений, заключаю-
щаяся в накоплении, одновременном считывании и 
вычитании на внешнем устройстве видеосигналов 
двух последовательных кадров, позволяет микросхеме 
1200ЦМ& выделять нестационарные малоконтрастные 
объекты на сложном неподвижном фоне высокого 
контраста. 

Микросхема выпускается в 24-выводном металлоке-
рамическом корпусе с оптическим окном с вертикаль-
ным расположением выводов. 

Напряжение насыщения выходного сигнала, В 0,25 
Монохроматическая чувствительность, В- м2/Вт 0,8 
Неравномерность выходного сигнала, % 3 
Неравномерность темнового сигнала, % 1 
Коэффициент ослабления сигналов вычитаемых 
полей, отн.ед. 15 
Коэффициент передачи модуляции, % 50 
Спектральный диапазон, мкм . 0,4—1,1 
Диапазон тактовых частот регистра, МГц 0,1—5 
Интервал рабочих температур, °С от —60 до +60 
Масса, г 5 
Габаритные размеры, мм 29,2Х 14,7 
Шаг выводов, мм 2,5 

Г.Д.Алексеенко, С.И.Бездетков, А'.С.Скрылев 

М А Т Р И Ч Н А Я 
ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ 
М И К Р О С Х Е М А С ЗАРЯДОВОЙ 
СВЯЗЬЮ Т И П А К1200ЦМ14 

Для формирования в видеокамере сигналов изоб-
ражения разработана первая отечественная строчно-
кадровая матрица. 

Наличие устройства антиблуминга, низкая инерцион-
ность, высокая чувствительность, две фазы для управ-
ления матрицей и две для управления выходного ре-
гистра позволят быстро и качественно осуществить 
формирование сигналов изображения. 

Тонкий слой поликремния в МОП-накопителе 
приближает микросхему к фотодиодным конструкциям 
по чувствительности в синей области видимого диапа-
зона спектра. Использование в качестве разрешающе-
го затвора части фазного электрода, лежащей над по-
верхностным каналом между скрытым каналом верти-
кального регистра переноса и фоточувствительной 
МОП-ячейкой, а также использование конструкции 
самосовмещенного устройства антиблуминга позволило 

уменьшить размер ячейки по сравнению с традицион-
ными конструкциями. Наличие р-кармаиа в вертикаль-
ном регистре позволяет подавить расплывание изобра-
жения. Выходное устройство выполнено по схеме двух-
каскадного истокового повторителя, истоки обоих кас-
кадов объединены, затвор нагрузочных транзисторов — 
общий, а сток каждого активного транзистора и тран-
зистора сброса выведены раздельно, что обеспечивает 
оптимальную подстройку режима. 

Параметры приведены для времени накопления 
40 мс. 

Число эффективных элементов: 
по горизонтали 440 
по вертикали 576 

Размер ячейки, мкм 21,8Х 12,6 
Интегральная чувствительность В/лк- С 0,9 
Относительная неравномерность темнового 
сигнала, % не более 10 
Разрешение, ТВ лин 330 
Относительная чувствительность 

в синей области спектра 0,25—0,53 
в зеленой 0,6—1,0 
в красной 0,93—1,0 

С.Б.Бахвалов, Л.А.Васильева, Е.В.Костюков 
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1990 ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ 

УДК 621.383.5 

СЕРИЯ Б Е С К О Р П У С Н Ы Х ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ М И К Р О С Х Е М 
Т И П А Б1200ЦМЗ Д Л Я Г И Б Р И Д Н Ы Х СБОРОК 

Предназначена для преобразования движущегося 
оптического изображения в электрический сигнал в 
составе гибридных интегральных микросборок. 

Фоточувствительные микросхемы с зарядовой 
связью работают в режиме временной задержки и на-
копления (ВЗН) заряда. 
тактных площадок относительно выходного сдвигового 

регистра. Это позволяет монтировать микросхемы в гиб-
ридные модули в шахматном порядке с гарантирован-
ным перекрытием фоточувствительных областей. 

Микросхемы выпускаются в бескорпусном варианте 
или в металлокерамическом 24-выводном корпусе. 

Кроме основного режима работы микросхемы in> •• 
воляют осуществить дополнительные режимы: 

Основные параметры 

Б1200ЦМЗ-3 
4-3 

Б1200ЦМ5-3 
6-3 

Б1200ЦМ9-3 
10-3 

Размер кристалла, мм 5,36X2,2 5,36X2,6 5,45X2,7 

Число элементов разложения 

в матричной секции 3400 10700 32700 

вдоль регистров 108 168 256 

перпендикулярно регистрам 32 64 128 

Размер элемента разложения, мкм 

вдоль регистра 39 24 16 

перпендикулярно регистру 30 21 12 

Экспозиция насыщения (при >.= 0,66 мкм), Дж/см2 ( 2 - 4 ) - 10~7 ( 2 - 4 ) - И)"7 ( 1 2 ) - 10~7 

Выходной сигнал при экспозиции насыщения, 
/?н = 5 кОм, В 1,2 0,8 0,3 

Коэффициент передачи модуляции 0,6 
(8 парлин/мм) 

0,5 
(12парлим мм) 

0,4 
(24парлин/мм) 

Диапазон рабочих частот pei истра, МГц 0,05...1,0 0,05... 1,5 0,05...4,0 

Спектральный диапазон, мкм 0,4... 1,1 0,4... 1,1 0,4... 1,1 

Конструктивно схема выполнена на держателе из 
оксидированного алюминия, на который наклеены 
ПЗС-кристалл и си галловая плата с контактными пло-
щадками ;ыи присоединения внешних выводов. 

ПЧС-кристалл iодержит: 
фоточунс гнительную матричную область; 

—- выходной сдвиговый регистр; 
— входной сдвиговый регистр; 

устройство ввода информации в регистр; 
— устройства вывода информации из регистра. 
Выпускаются три типа микросхем этой серии, отли-

чающиеся размером элемента разложения и числом 
элементов в матричной секции при идентичном функ-
циональном назначении. 

Каждый из типов микросхем имеет две конструктив-
ные разновидности, отличающиеся расположением кон-

90 

кадровый, при котором матричная секция совмеща-
ет в себе функции накопления и буферной памяти 
(этот режим используется для регистрации квазине-
подвижного изображения); 

импульсной засветки для регистрации неподвижных 
изображений (схема управления — аналогичная режи-
му ВЗН, а длительность засветки должна быть менее 
длительности периода тактовых импульсов в секции 
накопления); 

линии задержки последовательно-параллельно-пос-
ледовательного типа для аналоговой и цифровой ин-
формации с суммарной емкостью (3400 и 11000 эле-
ментов) ; 

линии задержки последовательного типа. 

Е.В.Ваняшина, А.В.Вето, А.С.Скры.п'я 
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ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ 

У Д К 621.382.3:546.28 

КРЕМНИЕВЫЙ МОЩНЫЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ 
ЛИНЕЙНЫЙ п—р—гс-ТРАНЗИСТОР ТИПА 
КТ9131А 

Предназначен для работы в линейных 
широкополосных передатчиках в диапа-
зоне частот 1,5—30 М Г ц . Изготавлива-
ется по эпитаксиально-планарной тех-
нологии. Конструктивно оформлен в ме-
таллокерамическом корпусе К Т - 1 9 Б . Мас-
са транзистора не более 30 г. 

Транзистор рассчитан на эксплуатацию 
в диапазоне температур окружающей 
среды от —60 до 125°С на корпусе, при 
вибрационных нагрузках на частоте от 
1 до 5000 Гц с ускорением до 40 g, много-
кратных ударных нагрузках до 150 £ 
(длительность от 1 до 5 мс ) , одиночных 
ударных нагрузках до 1500 ц (длитель-
ность от 0,1 до 2 мс) и линейных нагруз-
ках до 500 д. 

Основные типовые характеристики 
транзистора при /корп = ( 2 5 ± 1 0 ) ° С при-
ведены на рисунках, а электрические 
параметры (при той же температуре) и 
предельно допустимые режимы эксплуа-
тации — ниже. 

Выходная мощность , Рвык, при 
I и - 50 В, / = 30 М Г ц , не менее 400 
Выходная мощность в пике 
огибающей, /•'вых. п.о., при / У п = 5 0 В, 
/ ' = 3 0 М Г ц , не менее 400 
Коэффициент усиления по мощности 
при Г п = 5 0 В, /'вых = 4 0 0 Вт, 
/•-- 30 М Г ц , Аур, не менее 10 
Коэффициент усиления по мощности 
в пике огибающей, Кур, п.о. при 
I II — 50 В, /'вых,п о. = 4 0 0 Вт, 
/ - 30 М Г ц , не менее 10 
Коэффициент комбинационных 
составляющих третьего и пятого 
порядка, ЛЬ и .VI', при (/п = 5 0 В, 
/'вых. п о. = 4 0 0 Вт, 
I = 30 М Гц, дБ, не более - 3 0 
К П Д коллектора, цх, при 
( п = 5 0 В, Рвых = 4 0 0 Вт, 
/ = 30 М Г ц , % , не менее 60 
К П Д в пике огибающей, цх, п.о, 
при Г п = 5 0 В, Рвых. и.о. = 400 Вт, 
/ = 3 0 М Г ц , % ,не менее 40 
Емкость , пФ , не более 

коллекторного перехода, 
Сх, при (7x6 = 5 0 В, / = 1 М Г ц 800 
эмиттерного перехода, 
Сэ, м Ф при Uэб = 1 В, 
/ = 1 0 0 к Г ц , не более 0,01 

Граничная частота коэффициента 
передачи тока , /гр, М Г ц , 
при U*з = 5 0 В, /х = 8 А, 
не менее 100 
Статический коэффициент передачи 
тока, Л21 з при (7x6 = 10 В, 
/к = 10 А, не менее 10 
Н а п р я ж е н и е насыщения 
коллектор—эмиттер , /7хэ нас 
при /к = 25 А , / 6 = 5 А , В, не более 2,5 
Обратный ток коллектор—эмиттер , 
/кэ R, при (7хэ = 100 В, /?эб < 1 0 Ом, 
м А , не более 200 
Обратный ток эмиттера, /эбо, при 
Чз6 = 4 В, мА , не более 600 
Входное полное сопротивление 
транзистора на большом сигнале, 
ZBX, при Явых, п.о. = 400 Вт; 
(7п = 5 0 В, / = 3 0 0 М Г ц , Ом 0.3 + / 2 

И н д у к т и в н о с т ь , н Г н , не более 
эмиттера, Lj 1,5 
базы, L6 2,4 
коллектора , Z.x 2,6 

К о н с т р у к т и в н а я емкость , п Ф , не более 
э м и т т е р — к о р п у с , С\ 5,2 
к о л л е к т о р — к о р п у с , Сг 6,0 
база — корпус , С л 1,5 

Предельно допустимые режимы 
эксплуатации • диапазоне 
температур от /окр = — 6 0 

до /корл = 125°С 
П о с т о я н н о е н а п р я ж е н и е , В 

к о л л е к т о р — б а з а , (Укб « г 100 
к о л л е к т о р — э м и т т е р , (7хз /? max, 
при /?э6 < 10 Ом ЮО 
э м и т т е р — б а з а , Us6max 4 

Граничное напряжение , (Укэо гр. max, В . . . 55 
П о с т о я н н ы й т о к , А 

коллектора , /к max 25 
базы, /6 max 7 

И м п у л ь с н ы й ток коллектора 
/к, н max, А 40 
П о с т о я н н а я рассеиваемая м о щ н о с т ь 
коллектора , Як шах, Вт в диапазоне 
температур от /охр ( — 6 0 ° С ) до 
/корп ( 5 0 ° С ) 350 

при /корп равном 125°С 175 
Н а п р я ж е н и е питания , (7п max, В 50 
Рабочая частота, /раб, М Г ц 1,5...30 
М а к с и м а л ь н о д о п у с т и м ы й К С В Н 
коллекторной цепи ( п р и времени 
рассогласования не более 1 с, 
Рвых, л.с = 150 Вт, (7п = 5 0 В, 
/ = 30 МГц) , Кст Umax 30 
М а к с и м а л ь н а я температура 
перехода, /п, °С 200 
Внутреннее тепловое сопротивление, 
Rт. п — X, ° С / В т , не более 0,425 

Область безопасной работы в с т а т и ч е с к о м 
р е ж и м е при п р я м о м смещении транзистора . 
О г р а н и ч е н и я д л я а к т и в н о г о р е ж и м а : 
J% max = 3 0 А (область I ) , Рч тах= 350 Вт 
(область I I ) , загиб В А Х (область I I I ) ; 
для р е ж и м а отсечки : / хэ /? = 2 0 0 м А , 
Rэб = 10 Ом (область I V ) 

-60-40-20 0 2040 6080 f00t 'С 
ХОРК' 

Зависимость статического ко-
эффициента передачи тока от 
температуры 

Зависимости выходной мощ-
ности и коэффициента уси-
ления по мощности в пике 
огибающей от напряжения 
питания 

"ИМА 

U„'50B 
30 МГц 

ПО 150 200 250 300D „ ,Вт яыхлр 

Зависимость коэффициен-
та усиления по мощности 
в пике огибающей от вы-
ходной мощности в пике 
огибающей 

Зависимость выходной 
мощности от входной 
мощности и выходной 
мощности в пике оги-
бающей от входной 
мощности в пике оги-
бающей 

У.МГи 
О,J Ifi 0 2,0 и^Д 

Выходные вольт-амперные 
х а р а к т е р и с т и к и в схеме 
с о б щ и м эмиттером 

чЛ 

Входные вольт-амперные 
х а р а к т е р и с т и к и в схеме 
с о б щ и м эмиттером 

го 
60 
40 

И„--50В 
Pb 'Const f =30МГц 

6 ai„A 
З а в и с и м о с т ь граничной частоты 

коэффи циента передачи от тока 
эмиттера 

J20 40 60 SO T^'C 
Зависимость К П Д коллектора А.Ф.Бобровников, Е.И.Гантман, 
от т е м п е р а т у р ы ЕЗ.Мазель, Ю.А.Кузнецов, 

БЛ.Перельман 
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ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ _ 

УДК 621.382.333 

К Р Е М Н И Е В Ы Й Б И П О Л Я Р Н Ы Й Т Р А Н З И С Т О Р У С И Л И Т Е Л Ь Н Ы Й 
СВЧ М А Л О Ш У М Я Щ И Й п-р—п-ТИПА КТ682А-2, КТ682Б-2 

Транзистор предназначен для работы в 
СВЧ малошумящем усилителе с расши-
ренным динамическим диапазоном. Тран-
зистор рассчитан на коэффициенты шу-
ма Кш тт не более 4 дБ на частоте 
3,6 Г Г ц С Рк тих = 350 мВт. 

Транзистор выполнен в бескорпусном 
исполнении на кристаллодержателе с 
ленточными выводами. 

Транзистор рассчитай на эксплуатацию 
в диапазоне температур окружающей 
среды от —60 до -|-125°С, при вибра-
ционных нагрузках на частоте 1—500 Гц 
с ускорением до 40 f>, многократных 
ударных нагрузках до 150/; (длитель-
ность I — 5 мс) , одиночных ударных на-
г р у з к а х до 1500д ( д л и т е л ь н о с т ь 
0,1—2 мс) и линейных нагрузках до500/? 

Основные характеристики транзистора 
приведены на рисунках, а электриче-
ские параметры при / о к р = 2 5 ± 1 0 ° С и 
предельно допустимые режимы эксплуа-
тации — ниже. 

О б р а т н ы й т о к коллектора , /к , при 
t / кб = 10 В, м к А , не более 1 
О б р а т н ы й т о к эмиттера , /эбо, п р и 
Uэб = 1 В, м к А , не более 20 
С т а т и ч е с к и й к о э ф ф и ц и е н т передачи 
т о к а , /|21э, при U*б = 7 В; /э = 2 0 м А 

К Т 6 8 2 А 40 
К Т 6 8 2 Б 80 

М и н и м а л ь н ы й к о э ф ф и ц и е н т ш у м а , 
Kuimin, дБ , п р и f n 6 = 7 В ; / э = 2 0 м А , 
/ = 3 , 6 Г Г ц , не более 4 
О п т и м а л ь н ы й к о э ф ф и ц и е н т у с и л е н и я 
по м о щ н о с т и , /Сур опт, д Б , п р и U к б = 7 В; 
/э = 2 0 м А ; / = 3,6 Г Г ц , не менее 7 
"Емкость к о л л е к т о р н о г о перехода, Ск, п Ф , 
при и Кб = 10 В; / = 3 0 М Г ц , не более . . . . 0,9 
Е м к о с т ь э м и т т е р н о г о перехода, Сз, п Ф . 
при и эб = 0 ; / = 3 0 М Г ц , не более 4,9 
Г р а н и ч н а я частота к о э ф ф и ц и е н т а 
передачи т о к а в схеме с о б щ и м 
эмиттером , /гр, Г Г ц , не менее 4,4 
П о р о г п е р е г р у з к и б и п о л я р н о г о 
транзистора , Яшых т т , м В т , при 
U * 6 = 6 В; /э = 30 м А , не более 55 
М и н и м а л ь н ы й к о э ф ф и ц и е н т ШуМ8, / (ш /Л1Л, 
дБ , п р и / = 6 5 М Г ц , /?г = Я и = 5 0 О м 
U*б = 5 В; /э = 10 м А , не более 2,0 

Предельно допустимые рекмаы 
эксплуатации в диапазоне температур 

окружавшей среды —60_. + 125°С 

Н а п р я ж е н и е , В 
к о л л е к т о р — б а з а U*б max 10 
э м и т т е р — б а з а Uэб max 1 

П о с т о я н н ы й ток коллектора , /к max, м А . . 50 
П о с т о я н н а я рассеиваемая м о щ н о с т ь 
коллектора , Рж max,* при t i p = 
= —60. . . + 6 0 ° С , В т 0 ,35 
П о с т о я н н а я С В Ч мощность , п о д а ю щ а я 
на вход транзистора , Рвх ср max, Вт . . . . 0 ,05 
Температура перехода. In max, ° С 150 

* В диапазоне температур кристаллодер-
ж а т е л я /кр от 60 до 125°С максимально 
допустимая рассеиваемая мощность рассчи-
тывается по формуле: 

/ п тах — / к р 

Рк тих = | 
R т п — к р 

где Rт. п—кр — тепловое сопротивление пе-
р е х о д — к р и с т а л л о д е р ж а т е л ь , р а в н о е 
2 5 0 ° С / В т 

ш 

-40-20 0 20 40 60 3D 100 tc 

Типовые зависимости коэффи-
циента передачи т о к а от тем-
пературы о к р у ж а ю щ е й среды 

225 3.6 f M 

Зависимости оптимального ко-
эффициента усиления по мощ-
ности от частоты 

Типовые выходные вольт-ам-
перные характеристики в схеме 
с общим эмиттером 

Кш ,дб 

1э=2ЯмА 

0.4 ffi 2£5 3,6 f, ГГц 

Зависимость минимального ко -
эффициента шума от частоты 
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f-3.0 ГГц 

Ю 20 30 40 ТмА 

Зависимости е м к о с т и эмиттер-
ного перехода от н а п р я ж е н и я 
эмиттер—база 

и ГГц 

20 30 40 

Зависимость оптимального ко -
эффициента усиления по мощ-
ности от т о к а эмиттера 

Зависимость граничной часто-
ты коэффициента передачи тока 
о т т о к а эмиттера 

"0 Ю 20 30 401*КА 
Зависимость минимального ко -
эффициента ш у м а от т о к а эмит-
тера 

8 1Ь,В 

Зависимости е м к о с т и коллектор-
ного перехода от н а п р я ж е н и я 
к о л л е к т о р — б а з а 

1мА 

1.2 

Ю 

0,4 

0 

Ч.-0 
HV-7B 

(HQeofiiij 

Т и п о в ы е входные вольт-
амперные характеристи -
к и в схеме с о б щ и м 
эмиттером 

ИЛ.Андрюхов, ТМ.Давыдова, 
Ю.АХузнецов, БЛЛерельман 
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ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ 

У Д К 

А Р С Е Н И Д - Г А Л Л И Е В Ы Й Г Е Н Е Р А Т О Р Н Ы Й СВЧ 
Л А В И Н Н О - П Р О Л Е Т Н Ы Й С БАРЬЕРОМ Ш О Т К И Д И О Д Т И П А 
АА730А-АА730И 

П р е д н а з н а ч е н д л я р а б о т ы в г е н е р а т о р а х и у с и л и т е -
л я х 2 — 3 - с а н т и м е т р о в о г о д и а п а з о н а д л и н в о л н . 

Д и о д и з г о т а в л и в а е т с я п о э п и т а к с и а л ь н о й т е х н о л о -
г и и . Д и о д о ф о р м л е н в м е т а л л о к е р а м и ч е с к о м к о р п у с е 
К Д - 1 1 0 Б . 

М а с с а д и о д а не более 0 ,2 г . 

Д и о д р а с с ч и т а н на э к с п л у а т а ц и ю в д и а п а з о н е тем-
п е р а т у р о к р у ж а ю щ е й с р е д ы о т — 6 0 д о 8 5 ° С , п р и виб-
р а ц и о н н ы х н а г р у з к а х о т 10 д о 5 0 0 0 Г ц с у с к о р е н и е м 
д о 4 0 g , м н о г о к р а т н ы х у д а р н ы х н а г р у з к а х д о 150 [> 
( д л и т е л ь н о с т ь о т 1 д о 5 м с ) , о д и н о ч н ы х у д а р н ы х н а г -

р у з к а х д о 1500 g ( д л и т е л ь н о с т ь о т 0 ,1 д о 2 м с ) и л и -
н е й н ы х н а г р у з к а х д о 5 0 0 g. 

Л ' I 1 

1 1 
и^лвв' 6ol; 40 я 

: i 
1 h 

1 /1 
' /' 

t г з ц,,в 

-50 

-100 

-150 

Вольт-амперные характеристики 
диода АА730А, АА730Б, АА730В 

У 

0.25 0,5 0,75 1,0 / / / , 
Зависимости выходной мощности от 
рабочего тока диода АА730Д, А А 7 3 0 Ж 

6ЫХ'1 

iz 

и 

1,0. 

I'lpaS 

, дд/Г 
-30 -

-50 -

-то -

-90 -

-но -

/30 -

•f50 ̂ — 
-по 

Г 

' 13,6 13,8 14.0 14,2 14,4 14,6 14,8 J.RRU 

Зависимости выходной мощности от частоты диода 
А А 7 3 0 Ж 

/ « . «л 

Ю 3 5 <0 3 5 tor 3 />/•« 
Спектральная плотность A M и 
Ч М шума диода А А 7 3 0 А — А А 7 3 0 И 

Ъ-ЦЮЗдб/Г 
ТКРм -О.ООЗйб/'С 
TKPmai*0,Of4 дб/'С 

-60 -40 -го О 20 40 60 t№, •с 

Зависимости выходной мощности от 
температуры корпуса диода АА730Г. . . 
А А 7 3 0 И 

60 50 40 30 20 Ю 

•20 ] 

1 

-! 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

i 1 / / 

< 2 3 4 5 Unp, В 

•25 

•50 

-15 

•юо 

Вольт-амперные характеристики диода, 

АА730Г . . .АА730И 

1,0 

0,9 

0.8 

ПВ^-ЦООбаб/'С 

ПР^„-а0021бГС 
ткРт*о;очбгс 

-во -40 -го 20 40 60 t„ 

Зависимости выходной мощности 
от температуры корпуса диода 
АА730А, АА730Б, АА730В 

цо а.г е.4 15.6 ад ьо & е.4 j.rru 

Зависимости выходной мощности от 
частоты диода А А 7 3 0 И 

7.0 7.1 1.0 U 10 / , ГГц 

Зависимости выходной мощности от 

частоты диода А А 7 3 0 А 

Р^Лг 

11.5 11.9 I2.J EJ w j.rru 

Зависимости выходной мощности от 
частоты диода А А 7 3 0 Д 

93 



1990 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ _ 

Основные характеристики 

Непрерывная выходная мощность в рабочем диапазоне 
частот при рабочем токе /р, Ръых, Вт, не менее 

АА730А, АА730Б, АА730В 1,5 
АА730Г, АА730Е, АА730И 0 5 
АА730Д, АА730Ж 1,0 

Рабочий диапазон частот, А/, ГГц 
АА730А 8,0—9,2 
АА730Б 9,2—10,3 
АА730В 10,3—11,5 
АА730Г, АА730Д 115—135 
АА730Е, АА730Ж 13,5 15*0 
АА730И 15,0—1б!б 

Пробивное напряжение при /обр = 1 мА, Uпроб, В 
АА730А 55—80 
АА730Б 50—70 
АА730В 40—55 
АА730Г, АА730Е 30—50 
АА730Д 35—50 
АА730Ж 30—45 
АА730И 28—42 

Коэффициент полезного действия, г[, %, не менее 
АА730А—АА730В 10 
АА730Г—АА730И 8 

Постоянный рабочий ток, /р, А, не более 
АА730А—АА730В 0,3 
АА730Г, АА730Е 0,2 
АА730Д, АА730И 0,22 
АА730Ж 0,25 

Рабочее напряжение, Uраб, В 
АА730А 65—95 
АА730Б 60—85 
АА730В 50—70 
АА730Г, АА730Д, АА730Е, АА730Ж 35—80 
АА730И 33—75 

Емкость перехода. Спер, пФ, не более 
АА730А—АА730В 1,2 
АА730Г—АА730И 0,9 

Последовательная индуктивность, Ln, нГн 0,2 
. Емкость корпуса, Сиорп, пФ 0,55 

Спектральная плотность мощности амплитудного 
модуляционного шума (в диапазоне А/ при /р), 
Сам, дБ/Гц, не более —145 
Спектральная плотность мощности частотного 
модуляционного шума (в диапазоне А/ при /р), 
Gvm, дБ/Гц, не более —50,5 
Тепловое сопротивление переход—корпус, 
/?т, п-«, °С/Вт, не более 

АА730А—АА730В 13 
АА730Г, АА730Е, АА730И 18 
АА730Д, АА730Ж 15 

Температура перехода, /п, °С, не более 225 

Примечание. Значения /р для каждого диода указываются 
в индивидуальном талоне. 

В.М.Вальд-Перлов, Е.И.Гантман, Ю.А.Кузнецов, 
Б.Л.Перельман, Л.С.Сибирцев, Ю.В.Фомин 

УДК 621.382.019.3:536.24 

СПОСОБ С Н И Ж Е Н И Я 
К О Н Т А К Т Н О Г О ТЕПЛОВОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ 
КОРПУС-ТЕПЛООТВОД 
мощных 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
ПРИБОРОВ 

Качество и надежность мощного полупроводнико-
вого прибора во многом зависит от его теплового 
сопротивления. Контакт между корпусом мощного 
полупроводникового прибора ( М П П ) и теплоотводом 
можно улучшить путем уменьшения шероховатости 
и неплоскостности контактирующих поверхностей, а 
также за счет мягких теплопроводящих прокладок из 
индая и его сплавов с оловом, размещенных между 
контактирующими поверхностями*. Однако индии и его 
сплавы с оловом имеют довольно низкую температуру 
плавления , кроме того, возникает прилипание к флан-
цу, являющееся причиной отбраковки М П П по внеш-
нему виду на этапе заводского контроля. Применение 
индия и его сплавов в значительном количестве при 
эксплуатации МПП, выпускаемых крупными сериями, 
нецелесообразно по экономическим соображениям. 

В настоящее время широкое применение находит 
алюминиевая бытовая фольга, выпускаемая в рулонах 
толщиной 14—18 мкм (ТУ 48-21-1032-76), обладаю-
щая высокими теплопроводностью, температурой 
плавления, ремонтопригодностью, хорошей деформи-
руемостью, а также широкой доступностью и низкой 
стоимостью. 

Контактное тепловое сопротивление между тепло-
отводом и корпусом М П П сильно зависит от дефор-
мируемости материала прокладки. Для отожженных 
листов алюминия, применяемых при изготовлении 
алюминиевой фольги, коэффициент деформируемос-
ти (6) более чем в 5 раз превышает коэффициент для 
нагартованных лент ( б о т о ж ^ 2 8 % , Анагар ^ 5 % ) и лис-
тов промышленного назначения. 

Выбор толщины прокладки определяется размером 
микронеровностей контактирующих поверхностей 
фланца М П П и теплоотвода (известные способы обра-
ботки поверхности оставляют поверхностные неодно-
родности не менее 7 мкм* ) . При использовании очень 
тонкой прокладки будут недостаточно заполняться 
впадины, при толщинах до 10 мкм с прокладкой труд-
но манипулировать, а толстая прокладка будет увели-
чивать тепловое сопротивление, что приведет к допол-
нительным тепловым потерям. 

Экспериментально установлено, что для целого 
класса полевых транзисторов использование прокла-
док из алюминиевой фольги снижает общее тепловое 
сопротивление прибора на 6—10%. 

• Scholten J. Modeling RF transistors when the Heat's on.— 
Microwaves and RF, 1984, vol. 23, N 2, p. 97-105. В.В.Пояехов, СЛЛебедев, А.Н.Румянцев 
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В С Т Р А И В А Е М А Я 
В Ы С О К О Н А Д Е Ж Н А Я 
М И К Р О Э В М ДЛЯ ЖЕСТКИХ 
\лтт 1 УСЛОВИЙ 
М М Л ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Техническая характеристика: 

Разрядность, бит 16 
Система команд «Электроника-60» 

(ОСТ11.305.909-82) 
Интерфейс «Электроника-60» 

(ГОСТ 26765.51-86) 
Быстродействие, операций 
«регистр—регистр»/с, 
не менее 300000 (при всех 

условиях эксплуатации) 
Объем О З У / П З У , слов 4 К / 8 К 
Постоянное запоминающее 
устройство съемное, двух 

модификаций: 
МД.1-ППЗУ-пере-

программируемое с 
УФ-стиранием, 

М Д . 1 -ПЗУ -програм-
мируемое изготови-

телем микроЭВМ 
Потребляемая мощность, 
Вт, не более 3 
Напряжение питания, В 5 + 0 , 2 5 
Масса, г, не более 900 
Габаритные размеры, м м 1 8 0 X 1 5 0 X 3 2 

Время непрерывной 
работы, ч 250 
Наработка на отказ, ч, 
не менее 35000 
Условия эксплуатации: 

диапазон рабочих тем-
ператур, °С —60 ч - + 1 0 0 (без 

принудительного 
охлаждения) 

диапазон рабочих дав-
лений, кПа 0,664-202 
линейное ускорение, g 12 

Синусоидальная вибрация: 
ускорение, g 5 
диапазон частот, Гц 54-2000 
ускорение виброудара, g 120 

МикроЭВМ 
имеет встроенные средства 
программно-аппаратного самоконтроля. 
Предусмотрен отдельный канал 
обмена по ГОСТ 26765.51-86 
для организации многомашинных 
вычислительных систем. 

Лимитная цена комплекта 5000 руб. 
Выпускается серийно. 

Разработчик: Уфимское агрегатное конструкторское бюро «Молния». 

Справки по адресу: 450052, г. Уфа, У АКБ «Молния». 
Тел. 29-25-18 



Комплекс 
средств 

технического 
обслуживания 

микроЭВМ 
М Д . 1 

К о м п л е к с с о д е р ж и т : 
+ внутрисхемный эмулятор ВСЭ. 1 

с программным обеспечением, 
+ устройство записи и контроля про-

грамм УЗКП.1 с программным 
обеспечением, 

+ устройство стирания программ 
УСП.1. 

В С Э . 1 с о в м е с т н о с Э В М 
о б щ е г о н а з н а ч е н и я ( Д В К, 
В У М С ) о б е с п е ч и в а е т : 
тестирование и диагностику отказов 
м и к р о Э В М М Д . 1 , 
отладку взаимодействия м и к р о Э В М с 
аппаратной частью систем примене-
ния, 
отладку рабочих программ, выполня-
емых м и к р о Э В М в составе систем, в 
том числе при отсутствии или непол-
ном составе аппаратной части систем. 

В ы п о л н я е м ы е ф у н к ц и и : 
пуск/останов по сигналам начального 
пуска, 
вызов аппаратных прерываний, 
эмуляция внутренних и внешних 
устройств, 
чтение и изменение ячеек памяти и 
регистров общего назначения в пуль-
товом р е ж и м е , 
статический и динамический останов 
(по условию, безусловный), 
регистрация состояния магистралей, 
измерение временных интервалов, 
покомандное выполнение программы, 
вывод на индикацию содержимого 
заданных ячеек (по условию и безу-
словный). 

У 3 К П.1 с о в м е с т н о с 
Э В М о б щ е г о н а з н а ч е н и я 
( Д В К , В У М С ) о б е с п е ч и в а-
е т: 
запись информации в запоминающее 
устройство М Д . 1 - П П З У с автоматичес-
ким формированием и записью конт-
рольных кодов, 
контроль информации, записанной в 
з а п о м и н а ю щ и е устройства М Д . 1 -
П П З У , М Д . 1 - П З У . 

У С П.1 о б е с п е ч и в а е т 
стирание информации, записанной в 
устройствах М Д . 1 - П П З У , а также в от-
дельных микросхемах с У Ф стирани-
е м информации (до 24-х микросхем) . 

Электропитание ВСЭ.1, УСП.1—от про-
мышленной сети 220В, УЗКП.1—от внешних 
источников постоянного тока. 
Цена: ВСЭ.1 — 24 тыс. рублей, УЗКП.1 — 
1500 рублей, УСП.1 — 1000 рублей. 

Справки по адресу: 450052, г. Уфа, У АКБ 
«Молния». Тел. 29-25-18 



ФОТОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ 

У Д К 621.383.92 

НОВЫЙ ФЭУ ДЛЯ Р Е Г И С Т Р А Ц И И СВЕТОВЫХ СИГНАЛОВ 
В Б Л И Ж Н Е Й И К ОБЛАСТИ С П Е К Т Р А И З Л У Ч Е Н И Я 

Для исследования быстропро-
текающих процессов, содержащих 
слабое световое излучение в ближ-
ней И К области спектра (до 
900 нм), разработан фотоумно-

житель ФЭУ — точный аналог 
фотоумножителя типа F 4141 фир-
мы ITT ( С Ш А ) . 

Фотоумножитель содержит тор-
цевой полупрозрачный фотокатод 
с отрицательным электронным 
сродством на основе полупровод-
никовой структуры арсенида гал-
лия (GaAs/CsO) и микроканаль-
ную пластину ( М К П ) для умно-
жения фотоэлектронов. Рабочий 
диаметр фотокатода — 18 мм. 

Выпускается два варианта фо-
тоумножителя: 

— с встроенным вторичным 
источником питания (рис. в ) , 
обеспечивающим работу фотоум-
ножителя от источника питания 
2,5 В при токе не более 15 мА. 
Прибор имеет диаметр 55 мм и 
длину 34 мм; 

— без вторичного источника 
питания (рис. б). При этом фо-
тоумножитель должен включать-
ся по схеме с использованием 
резистивного делителя напряже-
ния. Прибор имеет диаметр 
36 мм, длину 33 мм. 

Спектральный диапазон фото-

У Д К 621.383.292 

катода 600—900 нм. Квантовый 
выход на длине волны 840 нм со-
ставляет ~ 1 2 % . К о э ф ф и ц и -
ент усиления для Ф Э У второго 
варианта при напряжении 1900 В 
порядка 5- 102 (максимальное 
значение коэффициента усиле-
ния порядка 10 при 2000 В) . 

Среднее значение плотности 
тока анода —0,1 мкА/см 2 . Спект-
ральный эквивалент шума анодного 
тока от фонового излучения мощ-
ностью 1- 10 "9 Вт при длине вол-
ны 840 нм (порог чувствитель-
ности) порядка 1,5- 10 Вт /Гц 1 ' 2 . 
Значение выходной емкости (вы-
ход МКП-анод) около 5 пФ. Дли-

тельность выходного импульса на 
полувысоте порядка 0,5 не, дли-
тельность переднего фронта им-
пульса на уровне 0,1—0,9 поряд-
ка 0,2 не. 

Цена ФЭУ — по договорен-
ности в зависимости от чув-
ствительности фотокатода и от 
вида исполнения изделия. 

За справками обращаться: 
Москва, тел. 962-75-11. 

B.П.Бегучев, Л.М.Мечетин, 
Ю.Н.Гордиенко, С.А.Ботнев, 
C.А.Белянченко, В.А.Смолицкий, 
С.Г.Дукор 

НОВЫЙ Ф О Т О П Р И Е М Н И К Д Л Я Р Е Г И С Т Р А Ц И И 
СВЕРХСЛАБОГО СВЕТОВОГО И З Л У Ч Е Н И Я В Б Л И Ж Н Е Й 
И К ОБЛАСТИ С П Е К Т Р А И З Л У Ч Е Н И Я 

Для преобразования в электрический сигнал сверх-
слабого излучения в ближней И К области спектра 
излучения в диапазоне длин волн 600—900 нм разра-
ботан фотоприемник ФП-1. 

Фотоприемник состоит из преобразователя светово-
го излучения в ближней И К области спектра в излу-
чение с длиной волны порядка 520 нм и фотоумножи-
теля с SbCs фотокатодом. Преобразователь содержит 
торцевой полупрозрачный фотокатод с отрицательным 
электронным сродством на основе полупроводниковой 
структуры арсенида галлия (GaAs/CsO). 

Спектральная анодная чувствительность фотокато-
да на длине волны 840 нм порядка 105 А /Вт . Спект-

ральный эквивалент шума анодного тока от фоново-
го излучения мощностью 1- 10'9 Вт при длине волны 
840 нм ( п о р о г ч у в с т в и т е л ь н о с т и ) п о р я д к а 
1,5- 10"13 Вт /Гц 1 ' 2 . 

Стоимость фотоприемника ФП-1 в зависимости от 
чувствительности фотокатода и конструктивного ис-
полнения от 5 до 30 тыс. руб. 

За справками обращаться: Москва, тел. 962-75-11. 

В.П.Бегучев, Л.М.Мечетин, С.Г.Дукор, В.А.Смолицкий 
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1990 УСТРОЙСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ _ 

УДК 621.385.832.7 

В И Д И К О Н С К Р Е М Н И Е В О Й 
М И Ш Е Н Ь Ю Л И 4 7 9 

Видикон Л И 479 является новым прибором в ряду 
дюймовых видиконов с монокристаллическими крем-
ниевыми мишенями. Основными преимуществами по 
сравнению с первым разработанным аналогичным види-
коном Л И 446 являются более высокая чувствитель-
ность, устойчивость к локальным пересветкам, повышен-
ная долговечность. Повышение чувствительности дос-
тигнуто оптимизацией параметров л+-елоя на входной 
стороне мишени и применением просветляющего пок-
рытия из моноокиси кремния. 

Увеличение устойчивости к локальным пересвет-
кам для 1000 крат от рабочей освещенности и увеличе-
ние долговечности до 1000 ч достигнуто применением 
кремниевой диодно-мозаичной мишени новой конструк-
ции с сеткой я+-накалов, разделяющих диоды. 

Видикон Л И 479 предназначен для работы в лю-
бой телевизионной аппаратуре со стандартным режи-
мом разложения 625 строк и 25 кадров в секунду. При-
бор имеет магнитную фокусировку и отклонение элект-
ронного луча, рабочую площадь мишени 9,5Х 12,7 мм2, 
длину 132 мм. 

Видикон сохраняет работоспособность при 
— температуре от —60 до + 7 0 ° С ; 
— относительной влажности воздуха до 98% при 

температуре 25°С; 
— пониженном атмосферном давлении до 

53,3 кПа; 
— повышенном давлении до 294 кПа; 
— воздействии синусоидальной вибрации в диапа-

зоне частот от 1 до 1000 Гц с амплитудой ускорения 
до 100 мс"2 (10 g). 

Прибор сохраняет работоспособность после воз-
действия: 

— синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 
1 до 2000 Гц с амплитудой ускорения до 200 м с ' 2 

( 2 0 g ) ; 

— механического удара многократного действия 
с пиковым ударным ускорением до 400 м с - 2 (40 g) с 
длительностью воздействия до 10 мс; 

— механического удара одиночного действия с пи-

Основные параметры при Т=25±10°С 

Напряжение накала, В 6,3 
Ток накала, А 0,08—0,10 
Напряжение, В 

первого анода 280—300 
второго анода 300—320 
сетки 500 
сигнальной пластины 5—15 
модулятора, запирающее (отрицательное) 100 

Освещенность мишени, лк 0,5 
Ток сигнала, мкА, не менее 0,3 
Разрешающая способность лин, не менее 

в центре 600 
в углах 600 

Глубина модуляции на отметке 400 лин 
в центре, %, не менее 35 
Инерционность спада тока сигнала, через 40 мс 
после выключения света, %, не менее 8 
Неравномерность тока сигнала по полю изоб-
ражения, %, не более 15 
Темновой ток, мкА, не более 0,01 
Неравномерность темнового фона, %, не более 5 

Распыление изображения пятна диаметром 1 мм 
при 1000-кратной пересветке сверх уровня насы-
щения, раз 4 
Геометрические искажения, %, не более 2 
Емкость между сигнальной пластиной и осталь-
ными электродами, соединенными вместе, пФ, не более 6 
Время готовности, с, не более 30 
Минимальная наработка, ч 1000 

ковым ударным ускорением до 1500 мс ' 2 (150 g ) с 
длительностью воздействия до 3 мс; 

— смены температур от —60 до + 7 5 ° С . 
Приведенные характеристики показывают возмож-

ность использования видикона для работы в види-
мом и ближнем И К диапазоне спектра при освещен-
ности мишени от 0,2 до 1,2 лк. 

Е.ЕЛеоина. И.Н.Петров 

Ленинград, 6-15 августа 1990 г. 
5-я международная выставка 

Современные средства воспроизводства 
и использования водных биоресурсов 
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1990 УСТРОЙСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ _ 

У Д К 6 2 1 . 3 9 7 . 1 3 

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
УВЕЛИЧИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Разработанная система обеспечивает 
формирование полного телевизионного 
сигнала черно-белого изображения и 
позволяет получить увеличенное изоб-
ражение объекта (печатного текста, 
любых мелких предметов: деталей 
электронной аппаратуры, часов, семян 
растений и т.п.) на экране телевизион-
ного приемника или видеоконтрольного 
устройства. 

Система позволяет читать книжный 
текст со скоростью до 500 знаков в ми-
нуту, что превышает скорость чтения 
с оптическими средствами в 1,3—1 Ч 
раза. 

Предмет или текст размещается на 
рабочем столике, который свободно 
перемещается по оси X и Y. Для чет-
кого выделения вертикальной колонки 
текста предусмотрено перемещение 
столика по оси У с фиксированным 
шагом, а при необходимости возмож-
но дополнительное освещение. 

Система позволяет на экране теле-
визионного приемника с диагональю 
61 см получить увеличение в 10—15 раз 
с возможностью его плавной регули-
ровки. Для получения увеличения в 
40 раз на рабочий столик устанавлива-
ется подставка и при этом поле зрения 
равно размеру экрана телевизионного 
приемника. 

Система позволяет: 
— изменять полярность выходного 

видеосигнала (позитив—негатив ) в 
расчете на индивидуальные физиоло-
гические особенности зрения опера-
тора; 

— с помощью электронных шторок 
выделять необходимое число строк 
изображения на экране телевизионного 
приемника для фиксирования внимания 
оператора на определенном участке 
растра. 

Основные параметры 

С т а н д а р т р а з л о ж е н и я и з о б р а ж е н и я 
ч е р е с с т р о ч н ы й , с 

с т р о к 625 
п о л е й 50 

А м п л и т у д а в ы х о д н о г о в и д е о с и г н а л а 
на н а г р у з к е 75 О м не м е н е е 1 В 
Р а з р е ш а ю щ а я с п о с о б н о с т ь 
по г о р и з о н т а л и , тел.лин. 

в ц е н т р е не м е н е е 400 
в углах не м е н е е 300 

О с в е щ е н н о с т ь в п л о с к о с т и р а б о ч е г о 
стола, лк не м е н е е 200 
К о э ф ф и ц и е н т и с к а ж е н и й , % 

г е о м е т р и ч е с к и х не б о л е е 4 
нелинейных не б о л е е 10 

П о т р е б л я е м а я м о щ н о с т ь от сети 
п е р е м е н н о г о т о к а , В - А не б о л е е 55 
Н а п р я ж е н и е п и т а н и я от сети 
п е р е м е н н о г о т о к а , В 220 (50 Гц) 
Р а з м е р экрана , м м 3 7 5 X 4 8 1 
П е р е м е щ е н и е р а б о ч е г о стола, м м 

по оси У 198 
по оси X 280 

Г а б а р и т н ы е р а з м е р ы , м м не б о л е е 
4 3 6 X 4 4 6 X 3 7 5 

Масса , к г не б о л е е 20 

Электронные шторки работают в 
двух режимах: стационарном и динами-
ческом. Во втором случае они движутся 

с регулируемой скоростью сверху вниз 
по экрану телевизионного приемника, 
последовательно выделяя участки изоб-
ражения от 20 до 100%. 

время непрерывной работы 8 ч. 
Система рассчитана на эксплуатацию 

в помещении при температуре окру-
ж а ю щ е й среды 10—35 С, атмосферном 
давлении 100 кПа, относительной влаж-
ности до 80%. 

Электрическая схема системы теле-
визионного увеличения выполнена на 
транзисторах и интегральных микросхе-
мах с применением печатного монтажа. 

Система может найти применение 
для контроля технологических процес-
сов и качества изделий, входного и вы-
ходного контроля печатных плат на 
различных стадиях их производства, 
сборочных операций при производстве 
микросхем и других элементов РЭА, 
в микроэлектронике , медицине, кри-
миналистике, учебном процессе, биб-
лиотеках и других областях народного 
хозяйства. 

По своим параметрам система на-
ходится на уровне зарубежных анало-
гов. 

В.М.Ромашин, Т.Ф.Леонтьев 

Донецк, 26 августа—4 сентября 1990 г. 

3-я международная выставка 

Оборудование, машины, приборы и средства 
автоматизации для угольной промышленности 
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У Д К 620.179.12 

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ОБРАБОТКИ ИЭТ 

Предложены варианты реализации физических мето-
дов с использованием акустических, электрических и 
магнитных полей в производстве И Э Т . 

Развитие электронной техники требует все более 
высокого качества поверхности деталей, прочности их 
соединения, надежности, а постоянное увеличение 
объемов выпуска продукции — повышения производи-
тельности технологических операций. Этим требованиям 
отвечают физические методы, позволяющие повысить 
интенсивность обработки и качество деталей. О н и ос-
нованы на применении акустических, электрических 
и магнитных полей. 

Для ультразвуковой сварки пластмассовых дета-
лей разработан автоматизированный пост на базе ус-
тановки точечной сварки М Т У - 1 , 5 , обеспечивающий 
герметичное соединение изделий из термопластичных 
материалов со сложнопрофильным сварным швом сум-
марной длиной до 400 мм на площади до 1600 мм2. 
Пост работает в полуавтоматическом цикле. 

Пост ультразвуковой сварки имеет две отличитель-
ные особенности. Во-первых, для эффективного ввода 
акустической энергии разработан комплект инструмен-
тов, позволяющий изменять зону преимущественной 
концентрации амплитуды колебаний по торцу инстру-
мента в зависимости от конфигурации сварного шва. 
Например, при сварке деталей большой длиной, когда 
вся ультразвуковая энергия выделяется по наружному 
диаметру рабочего торца, применяется инструмент с 
эллиптической внутренней полостью [ 1 ] , фокусы кото-
рой лежат на образующей наружной поверхности в точ-
ках пересечения ее с плоскостью торцов цилиндричес-
кого инструмента. Д л я концентрации энергии колеба-
ний в центре торца инструмент выполняется в виде 
усеченного в фокусах эллипсоида вращения [ 2 ] (сумма 
длин фокальных радиусов кратна длине полуволны 
распространяющихся в нем колебаний). 

Во-вторых, для стабильного получения герметич-
ных соединений деталей из жестких термопластов ти-
па «поликарбонат» применяется дополнительный нагрев 
сварочной опоры до 160—170°С. 

Разработанный прет можно использовать для свар-
ки самых разнообразных' изделий из пластмасс. 

Для повышения качества и точности токарной об-
работки деталей из труднообрабатываемых материалов, 
например титана, разработаны инструменты, позволяю-
щие осуществлять ввод в зону резания колебаний раз-
личного типа. В этих устройствах используется генера-
тор У Р С К - 7 Н - 1 8 с магнитострикдионным преобразова-
телем. 

Известно, что максимальная "-эффективность про-
цесса вибрационного резания достигается при сооб-
щении инструменту ультразвуковых колебаний в на-
правлении вектора скорости резания (тангенциальных 
колебаний). Д л я этого на боковой поверхности инстру-
мента [ 3 ] выполняют петлю, одий конец которой распо-
ложен в узле продольных колебаний, а другой — у ра-
бочего торца инструмента, при этом длина петли рав-
на нечетному числу четвертей длины волны продоль-
ных колебаний. 

Д л я увеличения амплитуды в зоне резания исполь-
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зованы составные волноводы с втулкой, закрепленной 
одним концом на торце концентратора, а другим — в 
пучности колебаний инструмента [ 4 ] , а также волно-
воды с саморегулированием амплитуды [ 5 ] . 

Применение описанных волноводов позволило за 
счет снижения шероховатости поверхности снизить тру-
дозатраты при последующий доводочных операциях 
на 4 0 — 6 0 % по сравнению с токарной обработкой без 
ультразвука. 

Д л я финишной обработки деталей из токопроводя-
щих материалов разработан способ [ 6 ] , по которому 
электрохимическое полирование проводят в однород-
ном магнитном поле, которое, накладываясь на ради-
альное электрическое поле, создает усилие, закручи-
вающее ионы по дуговым траекториям. П р и этом воз-
можно дополнительно интенсифицировать процесс об-
работки за счет введения в раствор частиц абразива. 

Технологические остаточные напряжения в дета-
лях изделий электронной техники и элементах конст-
рукций в большинстве случаев оказывают существен-
ное влияние на физико-механические свойства матери-
алов и в первую очередь на его прочностные и эксплуа-
тационные характеристики. Поэтому в случае превы-
шения критического уровня механических напряжений 
применяют способы их снятия или снижения. Если тер-
мическое воздействие нежелательно или невозможно, 
весьма эффективным является снятие остаточных нап-
ряжений путем приложения к изделиям вибраций на 
основной частоте механического резонанса. 

Д л я снятия напряжений в металлических малогаба-
ритных деталях сложной геометрической формы разра-
ботан способ, включающий размещение деталей в зо-
нах пучностей колебаний в расплавленном слое легко-
плавкого материала, кристаллизацию легкоплавкого 
материала, возбуждение вибраций на резонансной час-
тоте и извлечение деталей из расплава по завершении 
процесса снятия напряжений. Используя данный спо-
соб, удается эффективно снижать напряжение в мало-
габаритных деталях сложной формы без их разруше-
ния и деформации. 

Д л я снятия напряжений в элементах конструкций 
преимущественно с концентраторами напряжений разра-
ботан способ виброобработки, включающий создание 
на участках детали перед вибрацией статических нап-
ряжений, противоположных рабочим и не превышающих 
их по абсолютной величине. Т а к и м образом удается 
повысить равномерность снятия напряжений. 

Д л я реализации описанных выше физических ме-
тодов разработана конструкторская и технологическая 
документация. 
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Комплекс оборудования 
для обеспечения промышленной чистоты 
состоит из передвижных стендов нового поколения СОГ 
для тонкой очистки жидкостей, приборов ПКЖ для контроля 
чистоты жидкости и ПКЗВ для контроля запыленности 
воздуха. 

Техническая характеристика стендов С О Г ^ Q p з к 

Производительность, л /мин 
Вязкость очищаемых жидкос-
тей, мПа- с 
Степень очистки от абразивных 
загрязнений, класс чистоты по 
Г О С Т 17216-71 
Тонкость очистки от абразив-
ных загрязнений, мкм 
Грязеемкость, кг 

центрифуги 
стенда 

Потребляемая мощность, кВт 
Габаритные размеры, мм 
Масса, кг 
Цена, руб. 

до 35 

5—300 

СОГ-914 
до 35 

1—300 

до 2 
до 10 

3,0 
8 1 5 X 4 2 0 X 9 7 0 

120 
6100 

д о 1 
до 10 

3,0 
6 2 0 X 3 8 0 X 5 4 0 

70 
4500 

(ориентировочно) 

Стенды СОГ-913К и СОГ-914 предназначены для очистки гидравли-
ческих жидкостей и масел от механических загрязнений и воды. 

По сравнению с предшествующими модификациями стенды имеют про-
изводительность на 2 0 — 4 0 % выше, габариты и массу меньше в 2—3 ра-
за, в результате чего стоимость очистки тонны жидкости снижена 
в 3—5 раз. 

Производство стендов СОГ нового поколения освоено на Саратовском 
заводе нефтяного машиностроения и в Саратовском электроагрегат 
ном производственном объединении. 

С О Г - 9 1 3 К 

СОГ-914 

Приборы П К Ж и ПКЗВ (базовые модели ПКЖ-904А, ПКЖ-904В, 
ПКЗВ-906) предназначены: 

П К Ж — для гранулометрического анализа загрязнений в жидкости как 
непосредственно в потоке, так и отдельными пробами в цеховых и ла-
бораторных условиях (ПЖК-904В может устанавливаться во взрывоопас-
ных зонах всех категорий); 

ПКЗВ — для оперативного, объективного контроля и измерения запы-
ленности атмосферы помещений, измерения концентрации аэрозолей 
и контроля фильтров. П К Ж - 9 0 4 А 

Техническая характеристика приборов П К Ж и П К З В 

Число размерных диапазонов 
контролируемых частиц раз-
мерами 

5—300 мкм 
0,3—100 мкм 

Предел измерения числа частиц 
в 100 см жидкости 

в 1000 см3 воздуха 
Цена, руб. 

П К Ж 904А П К Ж - 9 0 4 В П К З В - 9 0 6 

от 1,5- 105 от 1,5- 10 s — 
до 5- 106 до 5 - 1 0 6 

— — 10 
3885 5000 поставка 

(ориенти- по Х Д 
ровочно) 

П К З В - 9 0 6 

Справки по адресу: 410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, 186, НИТИ, 
тлг «Осень», телефоны для справок 25-57-50. 25-83-30, 25-83-73, 25-83-58 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ М О Д У Л Ь Н А Я С И С Т Е М А К О Н Т Р О Л Я 
ПАРАМЕТРОВ АНАЛОГОВЫХ И И М П У Л Ь С Н Ы Х М И К Р О С Х Е М 
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ И В И Д Е О Т Е Х Н И К И 

Разработанная система имеет параметрическую из-
быточность с возможностью оптимизации ее структуры 
для конкретного класса изделий, обеспечивает контроль 
статических и динамических параметров микросхем 
и радиоканала видеомагнитофонов. В соответствии 
с функциональным назначением система бывает трех 
типов: 

— для задания сигналов и контроля параметров 
линейных радиочастотных микросхем, 

— для линейно-импульсных телевизионных микро-
схем, 

— для контроля параметров радиоканала видео-
магнитофонов. 

Модификация системы для контроля того или иного 
класса обеспечивается модульностью конструкции и 
применением стандартных интерфейсов, 

Сравнительные характеристики предлагаемой сис-
темы и выпускаемой отечественной промышленностью 
системы "Лира" приведены в таблице. 

Параметр «Лира» Разрабаты-
ваемая 

система 

Параметры НЧ-задающей части 

Рабочий диапазон частот, к Г ц 0,05—100 0,02—200 
Дискретность установки частоты, % ± 0 , 5 ± 0 , 0 5 
Максимальный уровень выходного 

± 0 , 0 5 

синусоидального напряжения (наг-
рузка) , В 5 (75 Ом) 5 (50 Ом) 
Диапазон изменения напряже-
ния, дБ 0—60 0 — 9 0 
Коэффициент нелинейных искаже-
ний выходного сигнала, %, в диа-
пазонах частот 

0,02—80 к Г ц — + 0 , 0 5 
80— 200 к Г ц — ± 0 , 1 

Неравномерность А Ч Х , дБ — ± 0 , 1 
в диапазоне частот 

1 к Г ц — + 0 , 2 
1—200 к Г ц — ± 0 , 1 

Параметры ВЧ-задак у щей части 

Рабочий диапазон частот, М Г ц 0,1 — 10,7 0,2—50 
Дискретность установки частоты, % ± 0 , 0 5 ± 0 , 0 5 
Режимы «НГ», «АМ», «НГ», «АМ», 

«чм» «ЧМ» 
Максимальный уровень выходного 
напряжения (нагрузка) , В, в диапа-
зоне частот 

0,1 — 10,7 1 (75 Ом) 2 (50 Ом) 
0,2—10 — 

10—50 — 1 (50 Ом) 
Диапазон изменения напряже-
ния, дБ 0—60 0—90 
Отношение амплитуды спектраль-
ных составляющих к амплитуде 
1-й гармоники, % — 3 

Параметр «Лира» Разрабаты-
ваемая 

система 

Неравномерность А Ч Х , дБ 
при частотах 

0,2—10 М Г ц — + 1 
10—50 М Г ц — ± 1 , 5 

Режим «АМ» 
частота огибающих А М сигна-
ла, к Г ц — 0,4; 1,4 
глубина А М в диапазоне, % — 1—90 
коэффициент нелинейных иска-
жений огибающей в диапазонах 
несущих 0,2—50 М Г ц , % . — 2 

Режим «ЧМ» 
диапазон несущих частот, М Г ц — 1—30 
частота огибающей, к Г ц — 1 
величина девиации, к Г ц — 50 
быстродействие, мс 30 

Измеритель переменного напряжения НЧ 

Частотный диапазон, к Г ц 0,05 НЮ 0,02—200 
Пределы измеряемых напряже-
ний, В 0,0005—5 0,0001—5 
Быстродействие, с, при частотах 

0,02—1 к Г ц — 0,2 
1—200 к Г ц — 0,1 

Т и п преобразования среднеквадратическое 
детектирование 

Измеритель переменного напряжения ВЧ 

Частотный диапазон, М Г ц 0,1 — 10,7 0,2—50 
Пределы измеряемого напряже-
ния, В 0,0005—5 0,001—5 
Быстродействие, с — 0,1 

Измеритель коэффициента гармоник 

Частоты измерения, к Г ц 0,03; 1; 12,5; 
100 

Диапазон измеряемого напряже-
ния, В — 0,2—5 

Генератор ТВ-сигнала 

Задание полного телевизионного 
сигнала — Согласно 

Г О С Т 
7845-79 

Генератор радиосигнала 

Задание параметров выходного ра-
диосигнала изображения — Согласно 

Г О С Т 
20532-83 

Уровни — Согласно 
Г О С Т 

7845-83 
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Предполагается расширять функциональные воз-
можности системы как за счет новых блоков мульти-
метра — измерителя постоянного напряжения, тока и 
сопротивления, частотомера, так и улучшения всех 
показателей системы по расширению частотного диапа-
зона, быстродействия, точности всех устройств. 

Для измерения параметров микросхем телевизи-
онной серии кроме блоков для задания сигналов и конт-
роля параметров линейных радиочастотных микросхем 
необходимо применение блоков для задания и измере-
ния параметров полного телевизионного сигнала. При 
этом в состав измерителя должны войти устройства 
для предварительной обработки сигналов синхрониза-
ции. В качестве источника сигнала возможно использо-
вание генератора Г6-35. 

Для контроля параметров радиоканала видеомаг-
нитофонов необходимо наличие блоков всех трех 
основных групп системы, включающих в себя тест-ге-
нератор с набором специальных сигналов и измеритель 
с устройствами синхронизации и обработки сигналов. 

Особые требования предъявляются к архитектуре 
системы. Вопросы применения унифицированного си-
стемного интерфейса для пассивных устройств системы, 
выбора стандартных интерфейсов для активных блоков, 
связи с ЦЭВМ должны быть решены в ходе разработки. 

Перспективность управляющих средств ЦЭВМ и ак-
тивных блоков системы, выбор унифицированных кана-
лов управления зависит от средств вычислительной 
техники и БИС микропроцессорных наборов. 

Система предварительной обработки должна содер-
жать программы: проверки и подготовки аппаратуры, 
управления, сервисные программы, контроля изделий, 
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статистической обработки результатов контроля. В со-
став программы проверки и подготовки аппаратуры 
войдут программы метрологической аттестации и авто-
калибровки измерителей. Результаты контроля выво-
дятся на дисплей или печатающее устройство в виде 
протоколов испытаний и на терминал оператора с 
разбраковкой по группам. Предварительная обработка 
должна осуществлять расчет погрешностей, возмож-
ность подготовки массива корректирующих коэффи-
циентов для программ метрологической аттестации 
и испытательных программ на изделия. Обеспечивается 
возможность настройки рабочего режима изделий на 
оптимальный. 

Таким образом, так как система является сложной, 
то в рамках одной модификации желательно провести 
разработку: 

— системы с использованием группы устройств 
задания сигналов и контроля параметров линейных 
радиочастотных микросхем с возможностью ее расши-
рения, 

— перспективной модели блоков для диапазона 
частот 100-1000 МГц, 

— модификации перспективной модели модульной 
системы. 

Таким образом, с помощью описанной системы 
можно разработать универсальное системное контроль-
но-измерительное оборудование для различных типов 
изделий с использованием его как на операциях на-
стройки, так и на этапе выходного контроля. 

Г.И Ларионова, В.А.Маслова, В.П.Ерлашов 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО К О Н Т Р О Л Я М И К Р О С Х Е М 
АНАЛОГОВЫХ И АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ ВИДЕОПРОЦЕССОРОВ 
И ПРОЦЕССОРОВ СИГНАЛОВ Ц В Е Т Н О С Т И 

Многопостовая, мультипрограммная, микропроцес-
сорная контрольно-измерительная система телевизи-
онных БИС 4-го и 5-го поколения обеспечивает воз-
можность коллективного пользования системой, зак-
лючающейся в одновременном и независимом контро-
ле трех микросхем по различным программам и в раз-
личных режимах в условиях массового производства. 

В состав измерительного поста системы входит 
генератор телевизионных сигналов, измеритель и адап-
тер микросхемы. 

Генератор телевизионных сигналов выдает полные 
цветовые сигналы в системах цветного телевидения 
НТСЦ, ПАЛ, СЕКАМ, а также полные сигналы в сис-
теме черно-белого телевидения. 

Генератор обеспечивает программное формирова-
ние всех составляющих полного телевизионного сиг-
нала, а также различных телевизионных испытатель-
ных сигналов. 

Генератор позволяет отображать на экране теле-
визионного приемника буквенно-цифровую и графичес-
кую информацию 8-ми цветов. Количество изображае-
мых символов — 77. Количество символов в ряду — 
45. Количество рядов в поле кадра — 24. 

Емкость ППЗУ для хранения библиотеки видео-
сигналов — 16 байт. 
Измеритель производит: 
— выдачу 8 программируемых опорных напряже-

ний в диапазоне + 1 0 В, 2 программируемых напря-
жений питания в диапазоне + 2 0 В с токами нагруз-
ки до 300 мА; 

— измерение уровней постоянных и размахов пе-
ременных напряжений (стробируемое) в диапазоне 
О—20 В (на 3 поддиапазонах), в полосе частот 
0—6 МГц; 

— измерение частоты сигналов в диапазоне 
102—2- 104 кГц; 

— измерение длительности и периода сигналов в 
диапазоне 1 —105 мкс. 

Адаптер микросхемы производит подачу электри-
ческих режимов и сигналов на выводы микросхемы, 
подключение к ее выводам элементов схемы измере-
ния, а также согласование входных и выходных цепей 
с генератором и измерителем. 

Составление и отладка испытательных программ 
производится на проблемно-ориентированном языке 
ПОЯС. 

В составе системы программирования ОС 1800 раз-
работаны компоненты операционной системы (редак-
тор, транслятор, отладчик, блок выполнения программ, 
блок статобработки) , обеспечивающие дополнитель-
ные возможности самоконтроля, диагностики неисправ-
ностей, автоматической калибровки, а также метроло-
гической поверки. 

СЛ.Кофман 
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Новая модель электронной игры со сменными 
кассетами 

ЭЛЕКТРОНИКА ИМ-12 
Действие одной из записанных на кассете 

игр — «Сказка» — происходит в саду, куда за 
яблоками для царя отправляются трое смелых 
братьев. Яблоню охраняет трехглавый огнеды-
шащий дракон. Бели кто-то из братьев не су-
меет уклониться от языка пламени, извергаемо-
го пастью дракона, то окажется заколдованным 
и попадет в плен. 

Задача братьев — а ими управляет играю-
щий — избежать смертоносного огня, наб-
рать как можно больше яблок и покинуть с 
ними сад, выход из которого «с пустыми рука-
ми» не разрешен. Каждое яблоко — победное 
очко, а за пятьсот очков можно расколдовать 
и освободить попавшего в плен брата. 

О текущем времени будет напоминать бу-
дильник — прерывистый крик сказочной Пти-
цы, сидящей на дереве. 

Другая игра — «Винни-Пух» — перенесет 
нас в лес, где живут хорошо знакомый нам 
медвежонок Винни-Пух, поросенок Пятачок и 
Кролик. Медвежонку нужно достать мед из 
дупла заветного дерева. Но при этом он дол-
жен всячески отбиваться и спасаться от раз-
гневанных пчел. Винни-Пух бросает в них яб-
локи — иногда удачно, иногда безуспешно. 
Часто ему приходится падать с дерева, и ес-
ли он при этом не успеет ухватиться за зон-
тик или за воздушный шарик, то нырнет в пруд. 
Любое его неуклюжее движение около дупла 
грозит тем, что горшок с добытым медом ока-
жется в воде, и придется все начинать сна-
чала... Каждой победе медвежонка, принося-
щей одно очко, радуется не только играющий, 
но и весело прыгающий под деревом Пятачок. 

За текущим временем и подачей звонка бу-
дильника следит Кролик. 

Герой третьей кассеты — игры «Стройка» — 
рабочий Шурик решил остаться в обеденный 
перерыв на своем строительном участке и вы-
полнить план по отгрузке раствора. Передви-
гаясь бегом по площадке, Шурик сливает 
раствор из верхних резервуаров в нижние, а 
оттуда — в автомашины. Он должен успеть 
вовремя открыть или закрыть заслонки, вско-
чить в непрерывно движущийся лифт и выйти 
из него. Если чуть промедлил — вся порция 
раствора переливается через край резервуара и 
обрушивается на водителя, ожидающего заг-
рузки своей машины... 

Во время работы будильника шофер одной 
из машин бьет в колокол, и звучит мелодичный 
звон. 

Во всех играх предусмотрены два уровня 
сложности. На цифровом табло часов отобра-
жается текущее время в часах (от 00 до 12) и 
минутах с указанием времени суток (ДП — 
до полудня, ПП — после полудня). Продол-
жительность сигнала будильника — одна ми-
нута. 

Конструкция игры предусматривает прос-
мотр отраженного изображения в зеркале, 
установленном в корпусе игры под углом, 
обеспечивающим наиболее удобное положение 
играющего. 

Красочный цветной дисплей, на ко-
тором развертываются сюжеты игр, 
записанных на сменных кассетах, вве-
дет играющего в мир увлекательных 
путешествий, сделает его участником 
веселых и опасных приключений, нау-
чит принимать единственно правильное 
решение, чтобы выйти победителем. 
Соперником игрока — а это в основном 
ребенок 7—16 лет — выступает микро-
процессор с программным управлением. 

Игра развивает внимание, быстроту 
реакции, способствует развитию логи-
ческого мышления. Кроме того, она 
будет служить часами и будильником, 
поможет планировать занятия и соб-
людать режим дня. 
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